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(57) Abstract: The invention relates to a method for assembling semiconductor chips, in which first the semiconductor chips are
transferred from a first carrier to a transfer unit. The transfer unit has a receiving area. The transter of the semiconductor chips from the
first carrier to the transter unit is carried out by rolling off the receiving area of the transfer unit on the first carrier. In a further method
step, the semiconductor chips received by the transfer unit are transported from the receiving area to a delivery area of the transfer
unit. In a subsequent method step, the semiconductor chips are transferred from the transfer unit to a second carrier. The transfer of
the semiconductor chips from the transter unit to the second carrier is carried out by rolling off the delivery area of the transfer unit
on the second carrier.
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(57) Zusammenfassung: Die FErfindung betriftt ein Verfahren zum Montieren von Halbleiterchips, bei dem zunéchst die Halbleiter-
chips von einem ersten Tréger auf eine Transfereinheit {ibertragen werden. Die Transfereinheit weist dabei einen Authahmebereich auf.
Das Ubertragen der Halbleiterchips vom ersten Triger auf die Transfereinheit erfolgt durch ein Abwilzen des Aufnahmebereichs der
Transfereinheit an dem ersten Tréger. In einem weiteren Vertahrensschritt werden die von der Transfereinheit aufgenommenen Halb-
leiterchips vom Authahmebereich zu einem Abgabebereich der Transfereinheit transportiert. In einem anschlieBenden Verfahrensschritt
werden die Halbleiterchips von der Transfereinheit auf einen zweiten Triger iibertragen. Das Ubertragen der Halbleiterchips von der
Transfereinheit aut den zweiten Tréager erfolgt durch ein Abwélzen des Abgabebereichs der Transtereinheit an dem zweiten Tréger.



10

15

20

25

30

35

WO 2018/033248 PCT/EP2017/000990

VERFAHREN ZUM MONTIEREN VON HALBLEITERCHIPS UND VORRICHTUNG
ZUM UBERTRAGEN VON HALBLEITERCHIPS

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Montieren von Halb-
leiterchips und eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halb-

leiterchips.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung 10 2016 115 186.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Halbleiterchips sind nach ihrer Produktion im Allgemeinen im
Waferverbund auf einem Trager angeordnet. Fir verschiedene
Endprodukte ist es notwendig, dass die auf dem Trager ange-
ordneten Halbleiterchips auf einen weiteren Trager Ubertragen
werden. Im Stand der Technik sind Verfahren bekannt, bei de-
nen die Halbleiterchips mittels eines Greifers von dem Trager
abgeldst und auf dem weiteren Trager platziert werden (soge-
nanntes Pick-and-Place-Verfahren). Dabel wird immer ein ein-
zelner Halbleiterchip gleichzeitig Ubertragen. Wenn die An-
zahl der zu Ubertragenden Halbleiterchips sehr grof ist, bei-
spielsweise flir im AuBenbereich angebrachte Anzeigevorrich-
tungen, ist das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren
zu langwierig. Es wird ein Verfahren benétigt, bei dem eine
grofle Anzahl von Halbleiterchips schnell von einem Trager auf

einen weiteren Trager Ubertragen werden kann.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, solch ein schnelleres Ver-
fahren zum Ubertragen von Halbleiterchips und eine Vorrich-
tung zum Ubertragen von Halbleiterchips bereitzustellen. Die-
se Aufgabe wird mit dem Verfahren zum Montieren von Halb-
leiterchips und der Vorrichtung zum Ubertragen von Halb-

leiterchips der unabhdngigen Patentansprliche geldst.

In einem Verfahren zum Montieren von Halbleiterchips werden

zundchst die Halbleiterchips von einem ersten Trager auf eine
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Transfereinheit Ubertragen. Die Transfereinheit weist dabei
einen Aufnahmebereich auf. Das Ubertragen der Halbleiterchips
vom ersten Trager auf die Transfereinheit erfolgt durch ein
Abwidlzen des Aufnahmebereichs der Transfereinheit an dem ers-
ten Trdger. Die Transfereinheit und der erste Triger sind da-
bei eingerichtet, dass wdhrend des Abwidlzens des Aufnahmebe-—
reichs der Transfereinheit an dem ersten Triger mehrere Halb-
leiterchips gleichzeitig vom ersten Trager auf die Trans-
fereinheit iibertragen werden kénnen. In einem weiteren Ver-
fahrensschritt werden die von der Transfereinheit aufgenomme-
nen Halbleiterchips vom Aufnahmebereich zu einem Abgabebe-
reich der Transfereinheit fransportiert. In einem anschlie-
lenden Verfahrensschritt werden die Halbleiterchips von der
Transfereinheit auf einen zweiten Tréger lbertragen. Das
Ubertragen der Halbleiterchips von der Transfereinheit auf
den zweiten Trager erfolgt durch ein Abwalzen des Abgabebe-
reichs der Transfereinheit an dem zweiten Trager. Die Trans-
fereinheit und der zweite Tr&ger sind dabei jeweils so einge-
richtet, dass mehrere Halbleiterchips durch das Abwidlzen des
Abgabebereichs der Transfereinheit an dem zweiten Trager
gleichzeitig von der Transfereinheit auf den zweiten Trager
Ubertragen werden koénnen. Durch das Abwidlzen der Transferein-
heit sowohl am ersten Trdger als auch am zweiten Trager kon-
nen also jeweils mehrere Halbleiterchips gleichzeitig von der
Transfereinheit aufgenommen oder abgegeben werden. Dadurch
kénnen mehrere Halbleiterchips gleichzeitig Ubertragen wer-
den, wodurch Endprodukte, die eine Vielzahl von Halbleiter-
chips benotigen, zeitlich schneller hergestellt werden kén-—

nen.

Die Transfereinheit kann dabei eine Walze und/oder ein iiber
Rollen gefihrtes Band aufweisen, wobei die Walze beziehungs-
weise das Band am ersten und am zweiten Triger abgewdlzt wer-

den kann.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist die Trans-
fereinheit eine erste Teiltransfereinheit.und eine zweite

Teiltransfereinheit auf. Der Aufnahmebereich ist auf der ers-
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ten Teiltransfereinheit ausgebildet, der Abgabebereich ist
auf der zweiten Teiltransfereinheit ausgebildet. Zusitzlich
umfasst das Verfahren den Schritt des Ubertragens der Halb-
leiterchips von der ersten Teiltransfereinheit auf die zweite
Teiltransfereinheit. Dieses Ubertragen erfolgt wiederum durch
ein Abwdlzen, hier der ersten Teiltransfereinheit an der
zweiten Teiltransfereinheit oder umgekehrt. Dies ist vorteil-
haft, wenn das Abwdlzen am ersten Trdger zur Aufnahme der
Halbleiterchips ein anderes Material der Transfereinheit er-
fordert als das Abwédlzen der Transfereinheit zum Abgeben der
Halbleiterchips am zweiten Tr&dger. Die beiden Teiltrans-
fereinheiten koénnen aus unterschiedlichen oder denselben Ma-
terialien gefertigt sein. Die Materialauswahl fiir die
Teiltransfereinheiten kann an den Aufnahme- beziehungsweise

Abgabeschritt angepasst werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden die Halb-
leiterchips beim Ubertragen von der ersten Teiltransferein-
heit auf die zweite Teiltransfereinheit gewendet. Dadurch
wird durch die Verwendung von Teiltransfereinheiten zusatz-
lich erméglicht, dass die Halbleiterchips gewendet werden und
so nach dem Ubertragungsvorgang auf dem zweiten Trager in ei-
ner zum ersten Tridger verschiedenen Orientierung vorliegen.
Vorteilhaft kann dabei auch sein, dass die Halbleiterchips
auf dem ersten Trédger mit der Seite vom Tridger abgewandt
sind, die nach dem Ubertragen an den zweiten Triger angrenzt.
Dadurch kann beispielsweise Klebstoff oder Lot auf die Halb-
leiterchips aufgebracht werden, wenn diese auf dem ersten
Trdger angeordnet sind. Nach dem Ubertragen ist der Klebstoff
beziehungsweise das Lot zwischen den Halbleiterchips und dem
~zweiten Trdger angeordnet und kann eine mechanische Fixierung
zwischen dem zweiten Trager und den Halbleiterchips ermogli-

chen.

In einer Ausfithrungsform des Verfahrens werden erste Ab-
schnitte und zweite Abschnitte der Transfereinheit unter-
schiedlich prapariert. Die Halbleiterchips werden nur auf die

ersten Abschnitte der Transfereinheit Ubertragen. Die Prapa-
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rierung der ersten Abschnitte und der zweiten Abschnitte er-
folgt dabei derart, dass die Halbleiterchips nur in den ers-
ten Abschnitten an der Transfereinheit haften. Vorteilhaft an
dieser Ausfihrungsform ist, dass dadurch eine selektive Uber-
tragung von einzelnen Halbleiterchips erméglicht wird, ohne
den Vorteil der gleichzeitigen Ubertragung von mehreren Halb-

leiterchips aufzugeben.

Es kann vorgesehen sein, dass pro erstem Abschnitt ein Halb-
leiterchip Ubertragen wird. Ebenso ist es moéglich, dass die
Abschnitte so prédpariert sind, dass mehrere Halbleiterchips

pro erstem Abschnitt Ubertragen werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Praparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit ein Aufbringen einer
Oberflachenladung auf die Transfereinheit und ein Entfernen
der Oberfldchenladung durch Bestrahlung mit elektromagneti-
scher Strahlung in den ersten Abschnitten oder in den zweiten
Abschnitten. Die Halbleiterchips haften entweder an den mit
der Oberfl&dchenladung beaufschlagten Stellen der Transferein-
heit oder an den nicht mit der Oberfl&dchenladung beaufschlag-
ten Stellen der Transfereinheit. Je nachdem, an welchen die-
ser Stellen die Halbleiterchips haften, ist das selektive
Entfernen der Oberflachenladung mittels elektromagnetischer
Strahlung in den ersten oder in den zweiten Abschnitten aus-

zufihren.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Priparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit das Aufbringen einer
Klebeschicht auf die Transfereinheit und die Anderung der
Klebrigkeit der Klebeschicht in den ersten Abschnitten oder
in den zweiten Abschnitten durch Bestrahlung mit elektromag-
netischer Strahlung. Die Anderung der Klebrigkeit kann dabei
entweder eine Verstédrkung oder eine Verringerung der Klebrig-
keit sein, Jje nachdem, ob die Bestrahlung in den ersten Ab-
schnitten oder in den zweiten Abschnitten erfolgt und welcher
Klebstoff fir die Klebeschicht verwendet wird. Durch das se-

lektive Andern der Klebrigkeit der Klebeschicht kann wiederum
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erreicht werden, dass eine selektive Auswahl von Halbleiter-

chips durch das Verfahren Ubertragen wird.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Praparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit eine Anderung einer
Dicke einer Materialschicht der Transfereinheit durch Be-
strahlung der ersten Abschnitte oder der zweiten Abschnitte
der Transfereinheit mit elektromagnetischer Strahlung. Dies
ist vorteilhaft, wenn durch die Anderung der Dicke der Mate-
rialschicht der Transfereinheit die ersten Abschnitte beim
Abwdlzen der Transfereinheit auf dem ersten Tr&dger in Kontakt
mit den Halbleiterchips, die auf dem ersten Trager angeordnet
sind, stehen und die zweiten Abschnitte der Transfereinheit
nicht in Kontakt mit den Halbleiterchips auf dem ersten Tra-
ger wahrend des Abwdlzvorgangs stehen. Dadurch erfolgt wiede-
rum vorteilhaferweise eine selektive Auswahl der tUbertragenen

Halbleiterchips.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt die Bestrah-
lung der ersten Abschnitte beziehungsweise der zweiten Ab-
schnitte sequentiell nacheinander. Die Jjewelils anderen Ab-
schnitte werden nicht bestrahlt. Dabei erfolgt die Bestrah-
lung der ersten beziehungsweise der zweiten Abschnitte, bevor
die Transfereinheit auf dem ersten Trager abgewalzt wird.
Durch das sequentiell nacheinander erfolgende Bestrahlen ist
nur eine Quelle fir elektromagnetische Strahlung notwendig,

wodurch eine einfache Praparierung erméglicht wird.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfoigt die Bestrah-
lung mittels eines Lasers. Dabei kann es vorgesehen sein,
dass der Laser mittels eines Scannerspiegels, also eines ro-
tierenden oder schwingenden Spiegels auf die ersten Abschnit-

te beziehungsweise die zweiten Abschnitte gelenkt wird.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden mehrere erste
Abschnitte beziehungsweise mehrere zweite Abschnitte gleich-
zeitig bestrahlt. Dies kann beispielsweise durch ein pixel-

foérmig aufgebautes Array von Strahlungsquellen erfolgen,
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wodurch eine Verringerung der mechanisch beweglichen Bauteile
erreicht werden kann. Dadurch, dass weniger mechanisch beweg-
liche Bauteile vorgesehen sind, wird das Verfahren verein-
facht. Die Prdparierung der ersten beziehungsweise zweiten
Abschnitte kann nun mit der Geschwindigkeit erfolgen, mit der

auch die Strahlungsquellen geschaltet werden konnen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird eine Oberflache
der Transfereinheit in den ersten Abschnitten beziehungsweise
den zweiten Abschnitten derart verschoben, dass die ersten
Abschnitte im Aufnahmebereich beztiglich der zweiten Abschnit-
te erhaben sind. Dadurch stehen beim Abwalzen der Trans-
fereinheit auf dem ersten Trdger die ersten Abschnitte in
Kontakt mit den Halbleiterchips, die zweiten Abschnitte ste-
hen jedoch nicht in Kontakt mit den Halbleiterchips. Dadurch
erfolgt ein selektives Ubertragen der Halbleiterchips vom
ersten Trager auf die Transfereinheit in den ersten Abschnit-
ten, wobeili die zweiten Abschnitte der Transfereinheit von

Halbleiterchips frei bleiben.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Praparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit eine Veranderung ei-
ner Dicke einer Materialschicht der Transfereinheit durch ei-
ne mechanische Einwirkung in den ersten beziehungsweise zwei-
ten Abschnitten. Dadurch kann ebenfalls erreicht werden, dass
beim Abwadlzen der Transfereinheit auf den ersten Trager nur
die ersten Abschnitte der Transfereinheit mit den Halbleiter-
chips in mechanischem Kontakt stehen. Dies erméglicht wiede-
rum eine selektive Ubertragung der Halbleiterchips auf die
ersten Abschnitte der Transfereinheit, wahrend die zweiliten

Abschnitte der Transfereinheit frei bleiben.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Praparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit eine mechanische Ein-
wirkung auf die Transfereinheit, wodurch die ersten Abschnit-
te der Transfereinheit, bezogen auf die Normale des Aufnahme-
bereichs, eine von den zweiten Abschnitten der Transferein-

heit unterschiedliche Position aufweisen. Durch die unter-
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schiedliche Position bezogen auf die Normale des Aufnahmebe-
reichs werden wiederum Halbleiterchips nur in den ersten Ab-
schnitten der Transfereinheit vom ersten Trager auf die

Transfereinheit tbertragen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Prédparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit ein Aufbringen einer
Klebeschicht auf die Transfereinheit und ein Andern der Kleb-
rigkeit der Klebeschicht durch Erwdrmen der ersten Abschnitte
beziehungsweise der zweiten Abschnitte der Transfereinheit.
Durch die selektive Anderung der Klebrigkeit der Klebeschicht
in den ersten beziehungsweise zweiten Abschnitten durch Er-
wdrmung derselben kann wiederum ein selektives Ubertragen von
Halbleiterchips ausschlieflich in den ersten Abschnitten er-
reicht werden. Das selektive Erwdrmen kann dabei beispiels-—
weise.mit Heizelementen erfolgen, wodurch ein einfacher Auf-
bau der Transfereinheit erreicht wird. Alternativ kann das
selektive Erwdrmen mittels Bestrahlung mit Licht oder Infra-

rot-Strahlung erfolgen, beispielsweise durch einen Laser.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Praparie-
rung der Abschnitte der Transfereinheit ein Aufbringen einer
Klebeschicht in den ersten Abschnitten der Transfereinheit
mittels beweglicher Dise. Duxch das Aufbringeh der Klebe-
schicht mittels beweglicher Diise ausschlieBlich in den ersten
Abschnitten kann die Menge des bendtigten Klebstoffs fir die
Klebeschicht reduziert werden, da nicht 'die gesamte Trans-
fereinheit mit einer Klebeschicht bedeckt wird, sondern nur
die Stellen, an denen Halbleiterchips Ubertragen werden sol-
len. Dies stellt also vorteilhafterweise ein ressourcenscho-—

nendes Vorgehen dar.

Alternativ kann die Klebeschicht in den ersten Abschnitten

mittels mehrerer unbeweglicher Disen erfolgen. Die unbewegli-
chen Disen kénnen dabel beispielsweise so nebeneinander ange-
ordnet sein, dass die Transfereinheit mit ersten und zweiten

Abschnitten préapariert werden kann.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst das Verfahren
die zusatzlichen Schritte einer Vorauswahl der zu montieren-
den Halbleiterchips auf dem ersten Trager und eines Praparie-
rens der ersten und der zweiten Abschnitte der Transferein-
heit anhand dieser Vorauswahl der zu montierenden Halbleiter-
chips. Die Vorauswahl der zu montierenden Halbleitexchips
kann dabei anhand von Eigenschaften der Halbleiterchips er-
folgen. Andererseits ist es ebenso mdglich, die Vorauswahl
der zu montierenden Halbleiterchips danach zu treffen, auf
welche Positionen auf dem zweiten Trager Halbleiterchips
Ubertragen werden sollen. Durch die Vorauswahl der zu montie-
renden Halbleiterchips koénnen dabei die notwendigen Praparie-
rungsschritte filir die ersten beziehungsweise zweiten Ab-
schnitte bestimmt werden. Die Praparierung erfolgt dann nach

der Vorauswahl.

Dies hat den Vorteil, dass sowohl qualitativ unzureichende
Halbleiterchips nicht ubertragen werden, als auch, dass Stel-
len, an die keine Halbleiterchips iibertragen werden sollen,

frei bleiben koénnen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Vorauswahl
der Halbleiterchips anhand einer mittels eines Sensors ermit-—
telten Qualitat der Halbleiterchips getroffen. Dabei bezieht
sich die Qualitat der Halbleiterchips auf technische Daten
der Halbleiterchips wie beispielsweise eine Wellenlinge, eine
mindestens vorhandene Abstrahlleistung, einen Stromverbrauch
des Halbleiterchips bei einer gegebenen Abstrahlleistung, o-
der andere technische Parameter der Halbleiterchips. Ebenso
kann die Qualitat einen mittels optischem Sensor bestimmten
Qualitdtszustand des Halbleiterchips umfassen. Beispielsweise
kénnen durch den optischen Sensor Halbleiterchips mit mecha-

nischen Defekten (Springe, Kratzer) erkannt werden.

In einer Ausfihrungsform erfolgt die Ermittlung der Qualitit
der Halbleiterchips bereits im Waferverbund der Halbleiter-
chips, also noch vor dem Vereinzeln des Produktionswafers zu

einzelnen Chips.
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Die Qualitat der Halbleiterchips kann in einem Speicher abge-
legt werden. Die spitere Priparierung der ersten und zweiten
Abschnitte der Transfereinheit kann dann anhand der im Spei-
cher abgelegten Qualitdten der Halbleiterchips erfolgen.
Dadurch muss die Durchfihrung des Verfahrens zum Montieren
der Halbleiterchips nicht unmittelbar nach der Herstellung
der Halbleiterchips und der Ermittlung der Qualitit der Halb-

'

leiterchips erfolgen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird mittels eines
Sensors eine radumliche Orientierung der Halbleiterchips er-
fasst. Anschliefend werden die ersten und zweiten Abschnitte
der Transfereinheit anhand der ermittelten rdumlichen Orien-
tierung der Halbleiterchips pradpariert. Dies ermdglicht bei-
spielsweise, dass die Halbleiterchips auf den ersten Trager
aufgestreut werden und anschlieBend die ersten und zweiten
Abschnitte der Transfereinheit so pripariert werden, dass
ausschliefblich Halbleiterchips, die in der richtigen Orien-
tierung auf dem ersten Triger vorliegen, durch das Verfahren
auf den zweiten Trager Ubertragen werden. Dadurch wird die
Bereitstellung der Halbleiterchips auf dem ersten Trager ver-
einfacht, da diese auf dem ersten Trager nicht in einer be-

stimmten Orientierung platziert werden miissen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird das Verfahren
mehrmals hintereinander ausgefithrt. Dabei ist es méglich, so-
wohl zur ersten Ausfihrung des Verfahrens identische Halb-
leiterchips als auch davon unterschiedliche Halbleiterchips
zu Ubertragen. Beispielsweise konnten fur die Herstellung von
Anzeigevorrichtungen drei verschiedene Halbleiterchips mit
drei verschiedenen Ausfihrungen des Verfahrens Ubertragen
werden, um so rote, griune und blaue Pixel auf der Anzeigevor-
richtung bereitzustellen. Es werden dann also rot, grin und
blau abstrahlende optoelektronsiche Halbleiterchips uUbertra-

gen.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden bei weiteren
Ausfihrungen des Verfahrens Liicken zwischen bereits vorhande-
nen Halbleiterchips auf dem zweiten Tridger aufgefillt. Dies
ist beispielsweise vorteilhaft, wenn bei der ersten Ausfih-
rung des Verfahrens Halbleiterchips aufgrund ihrer verringer-
ten Qualitat nicht dbertragen wurden. Die dadurch entstehen-
den Licken auf dem zweiten Trager konnen nun bei einer zwei-
ten Ausfihrung des Verfahrens selektiv mit den Halbleiter-

chips aufgefillt werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden bei der zwei-
ten Ausfihrung des Verfahrens Halbleiterchips von weiteren
ersten Trdgern auf den zweiten Trédger Ubertragen. Die weite-
ren ersten Trédger kdnnen dabei identische oder unterschiedli-

che Halbleiterchips enthalten.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Transferein-
heit nach dem Montieren der Halbleiterchips regeneriert. Dies
bedeutet, dass die zur Prédparierung der ersten beziehungswei-
se zweiten Abschnitte der Transfereinheit notwendigen Schrit-
te rickgédngig gemacht werden und die Transfereinheit wieder

in den Ausgangszustand zurilickversetzt wird. Diese in den Aus-
gangszustand zurickversetzte Transfereinheit steht nun fir

eine weitere Anwendung des Verfahrens zur Verfiligung.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst das Verfahren
die zusdtzlichen Schritte des Erkennens einer ersten Markie-
rung auf dem ersten Tr&ger, des Erkennens einer zweiten Mar-
kierung auf der Transfereinheit und eines Ausrichtens des
ersten Tradgers und der Transfereinheit zueinander anhand der
ersten und der zweiten Markierung. Dies ist vorteilhaft, wenn
exakte Positionen der Halbleiterchips auf der Transfereinheit
notwendig sind, um die Halbleiterchips anschlieRfend auf exak-

te Positionen des zweiten Tragers zu Ubertragen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst das Verfahren
den zusdtzlichen Schritt des Erkennens einer dritten Markie-

rung auf dem zweiten Trdger und eines Ausrichtens des zweiten
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Tragers und der Transfereinheit zueinander anhand der zweiten
und der dritten Markierung. Auch hier wird durch diese Ver-
fahrensschritte die Positionssicherheit der Ubertragenen
Halbleiterchips vergroéBert, wodurch die Halbleiterchips auf
exakte Positionen auf dem zweiten Tradger platziert werden
kénnen. Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn das Verfahren
mehrfach durchgefihrt werden soll und so sichergestellt wer-
den kann, dass die Halbleiterchips in Liicken zwischen bereits
Ubertragenen Halbleiterchips platziert werden. AuBerdem ist
dieses Verfahren vorteilhaft, wenn auf dem zweiten Trager be-
reits Leiterbahnen oder andere elektrische Kontaktierungsmog-
lichkeiten vorgesehen sind, und die Halbleiterchips auf diese

Kontaktierungsmdglichkeiten ausgerichtet werden sollen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Transferein-
heit wihrend der Durchfihrung des Verfahrens gestoppt. Wah-
rend des Stopps wird der erste Tridger durch einen weiteren
ersten Trager ersetzt. Dadurch konnen identische oder unter-
schiedliche Halbleiterchips ubertragen werden, je nachdem
welche Halbleiterchips auf dem weiteren ersten Tridger ange-

ordnet sind.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Transferein-
heit gestoppt und der erste Trdger widhrend des Stopps in sei=-
ner Position verandert. Dies kann beispielsweise genutzt wer-—
den, wenn die Halbleiterchips auf dem ersten Trdger mit einem
geringeren Abstand angeordnet sind, als der Abstand der Halb-

leiterchips auf dem zweiten Trager betragen soll.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Transferein-
heit nach dem Stopp zumindest teilweise rlckwarts bewegt.
Dies kann beispielsweise dazu genutzt werden, Halbleiterchips
mittels einer ersten Teiltransfereinheit vom ersten Trager
abzunehmen und auf eine zweite Teiltransfereinheit zu iber-
tragen. AnschlieBend wird die zweite Teiltransfereinheit
rickwdrts bewegt. Darauf folgend kénnen vom selben oder von
einem weiteren ersten Trager weitere Halbleiterchips mittels

der ersten Teiltransfereinheit aufgenommen werden und in Li-
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cken zwischen den bereits auf der zweiten Teiltransfereinheit
vorliegenden Halbleiterchips platziert werden. Nach optiona-
len weiteren Stopps und Ruckldufen der zweiten Teiltrans-
fereinheit werden dann samtliche Halbleiterchips, die sich
auf der zweiten Teiltransfereinheit befinden, auf den zweiten

Trager Ubertragen.

Eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips weist ei-
ne Transfereinheit auf. Die Transfereinheit weist einen Auf-
nahmebereich und einen Abgabebereich auf. Die Transfereinheit
ist eingerichtet, auf einem Triger abgewidlzt zu werden, um
dabei Halbleiterchips aufzunehmen und abzugeben. Dabei wird
die Transfereinheit in einem Aufnahmebereich auf einem Trager
abgewdlzt, um Halbleiterchips aufzunehmen und in einem Abgab-
ebereich an einem Trager abgewdlzt, um Halbleiterchips abzu-
geben. Mit dieser Vorrichtung kénnen mehrere Halbleiterchips
gleichzeitig von einem ersten auf einen zweiten Trager {iber-

tragen werden.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Trans-
fereinheit eine zylindrische Walze auf. Der Aufnahmebereich
und der Abgabebereich sind auf einer Mantelflache der Walze
angeordnet. Eine solche Walze stellt eine einfache Trans-
fereinheit fiir eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halb-
leiterchips dar, da nur diese Walze mechanisch bewegt werden
muss, um Halbleiterchips, die im Aufnahmebereich auf die Wal-
ze aufgenommen und im Abgabebereich von der Walze abgegeben
werden, von einem ersten Tr&dger auf einen zweiten Trager zu

Ubertragen.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Trans-
fereinheit ein iber mehrere Rollen gefihrtes Band auf. Der
Aufnahmebereich und der Abgabebereich sind auf dem Band ange-
ordnet. Dies ist dann vorteilhaft, wenn der Aufnahmebereich
und der Abgabebereich weiter rdumlich voneinander entfernt
angeordnet sein sollen, als dies mit einer einfachen Walze

moéglich wéare.
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In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Trans-
fereinheit zwei Teiltransfereinheiten auf. Die Teiltrans-
fereinheiten wiederum weisen eine zylindrische Walze und/oder
ein Uber mehrere Rollen gefihrtes Band auf. Die Teiltrans-
fereinheiten koénnen also sowohl zwei Walzen, zwel iiber mehre-
re Rollen gefilhrte Bander oder jeweils eine Walze und ein

Band umfassen.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Vorrich-
tung zusadtzlich eine Praparierungseinheit auf. Diese Prapa-
rierungseinheit ist eingerichtet, eine Oberfliche der Trans-
fereinheit zu strukturieren. Diese Strukturierung ist beson-
ders vorteilhaft, wenn dadurch die Haftfahigkeit von Halb-
leiterchips an der Transfereinheit in unterschiedlichen Ab-
schnitten der Transfereinheit unterschiedlich ausgestaltet
wird, derart, dass Halbleiterchips in ersten Abschnitten der
Transfereinheit auf der Transfereinheit haften und in zweiten
Abschnitten der Transfereinheit nicht auf der Transfereinheit
haften. Dadurch koénnen mittels dieser Vorrichtung Halbleiter-
chips selektiv vom ersten auf den zweiten Trager Ubertragen

werden.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Praparie-
rungseinheit eine Vorrichtung zur Aufbringung einer Oberfla-
chenladung und eine Vorrichtung zum selektiven Entfernen der
Oberflachenladung auf. Dadurch ist es méglich, die Trans-
fereinheit so zu prédparieren, dass in einzelnen Abschnitten
die Halbleiterchips aufgrund der Oberfldchenladung an der
Transfereinheit haften und in anderen Bereichen aufgrund der
entfernten Oberfl&dchenladung die Halbleiterchips nicht an der
Transfereinheit haften. Ebenso ist es méglich, dass die Haf-

tung aufgrund der entfernten Oberfldchenladung auftritt.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Prdparie-
rungseinheit eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Klebe-

schicht auf. Ferner weist die Préadparierungseinheit eine Vor-
richtung zum selektiven Verandern der Klebrigkeit der Klebe-

schicht auf. Durch die selektiv veranderte Klebrigkeit kann
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dabei wiederum erreicht werden, dass einzelne Halbleiterchips
selektiv mittels der Transfereinheit iibertragen werden kénnen
und an anderen Stellen keine Halbleiterchips Ubertragen wer-

den.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Praparie-
rungseinheit eine Strahlungsquelle und eine Optik zum selek-—
tiven Bestrahlen der Transfereinheit auf. Dies ist insbeson-
dere dann vorteilhaft, wenn die Entfernung der Oberflidchenla-
dung beziehungsweise die Verénderung der Klebrigkeit mittels

elektromagnetischer Strahlung erreicht werden kénnen.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Praparie-
rungseinheit eine bewegliche Dise zum Aufbringen von Kleb-
stoff auf. Diese Dise kann dabei gepulst betrieben werden, um
in verschiedenen Abschnitten der Transfereinheit entweder ei-
ne Klebeschicht aufzubringen oder keine Klebeschicht aufzu-
bringen. Dadurch kann wiederum eine selektive Auswahl der zu

Ubertragenden Halbleiterchips erreicht werden.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Praparie-
rungseinheit eine Vorrichtung zum r&aumlichen Verschieben ei-

ner Oberfldche der Transfereinheit auf. Dadurch kann die

-Oberflache der Transfereinheit in einzelnen Abschnitten rium—

lich verschoben werden, wodurch bei einem Abwialzen der Trans-—
fereinheit an einem Tridger die Transfereinheit in diesen ver-
schobenen, oder in den nicht verschobenen Abschnitten mit den
auf dem Trager angeordneten Halbleiterchips in mechanischem
Kontakt steht und in den anderen Abschnitten jeweils nicht in
Kontakt mit den Halbleiterchips steht. Dadurch erfolgt eine

selektive Auswahl der zu tbertragenden Haibleiterchips.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Vorrich-
tung zum rdumlichen Verschieben der Oberfliche einen Piezo-
Kristall und/oder einen hydraulischen Stempel und/oder einen
pneumatischen Stempel und/oder einen elektrischen Stempel
und/oder einen elektromagnetischen Stempel auf. Mit diesen

genannten Vorrichtungen ist es méglich, eine Oberflidche der
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Transfereinheit mechanisch zu verschieben und so einzustel-
len, welche Teile der Oberfliche mit Halbleiterchips auf ei-

nem Trager in Kontakt stehen sollen.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Vorrich-

tung zusdtzlich einen Sensor auf, wobei dieser Sensor einge-
richtet ist, eine Qualitat der Halbleiterchips zu‘ermitteln.
Der Betrieb der Prédparierungseinheit kann dann anhand dieser
von dem Sensor ermittelten Qualitit der Halbleiterchips er-

folgen, wobei die Transfereinheit so' prapariert werden kann,
dass Halbleiterchips, deren ermittelte Qualitiat ausreicht,

durch die Ubertragung ausgewdhlt werden.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Vorrich-
tung einen weiteren Sensor auf, mit dem eine Orientierung von
Halbleiterchips ermittelt werden kann. Die Prdparierungsein-
heit ist dann eingerichtet, die Transfereinheit anhand der

ermittelten Orientierung von Halbleiterchips zu préaparieren.

In einer Ausfihrungsform der Vorrichtung weist die Vorrich-
tung eine weitere Transfereinheit auf. Diese weitere Trans-
fereinheit weist einen weiteren Aufnahmebereich und einen
weiteren Abgabebereich auf und ist ebenfalls eingerichtet,
auf einem Trager abgewidlzt und dabei Halbleiterchips aufzu-

nehmen und abzugeben.

Bei einem Aufbau einer oder mehrerer dieser Transfereinheiten.
aus Teiltransfereinheiten ist es auBerdem mdglich, dass die
zweite Teiltransfereinheit fiir jede Transfereinheit identisch
ist. Die Halbleiterchips werden dann also auf die jeweiligen
ersten Teiltransfereinheiten Ubertragen, von dieser jeweili-
gen ersten Teiltransfereinheit anschlieBend auf eine gemein-
same zweite Teiltransfereinheit ibertragen und von der zwei-

ten Teiltransfereinheit auf einen zweiten Trager Ubertragen.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht

werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
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menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-

spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen ndher erlau-

tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung
Fig.
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Fig.
Fig.
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Fig.

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiter-
chips;
eine weitere Vorrichtung zum Ubertragen von Halb-

leiterchips mit Teiltransfereinheiten;

3 und 4 unterschiedlich préaparierte Abschnitte auf ei-

ner Transfereinheit;

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiter-
chips, bei der die Transfereinheit strukturiert
werden kann}

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips

mit einem Uber Rollen gefiihrten Band;

7 und 8 einen Aufnahmebereich einer Vorrichtung zum

10

11

12

13

14

15

16

Ubertragen von Halbleiterchips;

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips
mit piezoelektrischen Stempeln;

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips
mit einer beweglichen Diise fiir Klebstoff;

eine einen Aufnahmebereich einer Vorrichtung zum
Ubertragen von Halbleiterchips mit einem Qualit&ts-—
sensor;

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips
mit einer Regenerationseinheit;

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips
mit zwei Ursprungstridgern;

eine Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips
mit Positionssensoren;

einen Abgabebereich einer Vorrichtung zum Ubertra-
gen von Halbleiterchips; und

eine Draufsicht auf einen Teilbereich einer Vor-

richtung zum Ubertragen von Halbleiterchips.

1l zeigt einen Querschnitt durch eine Vorrichtung 100 zum

Ubertragen von Halbleiterchips 110. Die Halbleiterchips 110

sind auf einem ersten Trdger 120 angeordnet. Die Halbleiter-
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chips 110 sollen vom ersten Tridger 120 auf einen zweiten Tr&-

ger 130 Ubertragen werden.

Die Halbleiterchips 110 k&énnen im Waferverbund oder bereits
vereinzelt auf dem ersten Trdger 120 angeordnet sein. Wenn
die Halbleiterchips 110 im Waferverbund auf dem ersten Trager
vorliegen, kann es vorgesehen sein, dass im Waferverbund
Sollbruchstellen fiir die einzelnen Halbleiterchips 110 vor-
liegen. Wenn die Halbleiterchips 110 bereits vereinzelt auf
dem ersten Trager 120 angeordnet sind, kénnen die Halbleiter-
chips 110 mit oder ohne Zwischenréumeq auf dem ersten Trager
120 angeordnet sein. Es kann vorgesehen sein, dass die Halb-
leiterchips 110 auf dem ersten Trager 120 bereits in den Ab-
stdnden angeordnet sind, mit denen sie anschlieBend auf den

zweiten Trager 130 Ubertragen werden sollen.

Die Halbleiterchips 110 kénnen auf dem ersten Trdger durch
eine Adhédsionskraft fixiert sein. Die Adh&sionskraft kann da-
bei durch einen Kleber verursacht werden. Ebenso ist eine Ad-
hasionskraft aufgrund einer elektrischen Aufladung der Halb-
leiterchips 110 und/oder des ersten Tragers 120 denkbar. Fer-
ner kann es vorgesehen sein, dass die Halbleiterchips 110 auf
dem ersten Trdger 120 aufliegen und lediglich durch ihre Ge-

wichtskraft in ihrer Position gehalten werden.

Der erste Trédger 120 kann starr ausgebildet sein und bei-
spielsweise einen Wafer oder ein Pl&attchen umfassen. Der ers-
te Trager 120 kann auferdem eine Folie umfassen. Die Halb-
leiterchips 110 koénnen dann auf der Folie angeordnet sein.

Die Folie kann dabei eine Klebefolie sein.

Der zweite Trager 130 kann ein zu bestiickendes Panel, einen
Leiterrahmen, einen Wafer, eine Metallkernplatine, einen Nut-
zen, einen PCB-Trager, eine Leiterplatte oder eine Folie auf-

welsen.

Die Halbleiterchips 120 kdnnen beispielsweise optoelektroni-

sche Halbleiterchips sein, insbesondere beispielsweise
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Leuchtdiodenchips. Beispielsweise koénnen die Halbleiterchips
120 Leuchtdiodenchips sein, die sich zur Herstellung einer
Anzeigevorrichtung, insbesondere eines Videowand-Moduls, ei-
nes Displays oder eines elektronischen Verkehrszeichens, eig-

nen.

Es kann vorgesehen sein, dass die Halbleiterchips 110 so aus-
gebildet sind, dass die Halbleiterchips 110 verglichen mit
anderen flr den vorgesehenen Einsatzzweck geeigneten Halb-

leiterchips diinn sind und ein geringes Gewicht aufweisen.

Die Vorrichtung 100 zum Ubertragen der Halbleiterchips 110
umfasst eine Transfereinheit 140, die eine zylindrische Walze
143 mit einer Mantelfl&dche 148 umfasst. Die Transfereinheit
140 ist eingerichtet, die Halbleiterchips 110 vom ersten Tra-
ger 120 aufzunehmen und auf den zweiten Trager 130 zu iber-

Ltragen.

Die Walze 143 rotiert um ihre Symmetrieachse. Der erste Tra-
ger 120 bewegt sich in lateraler Richtung relativ zur Walze
143. Mittels Pfeilen ist in Fig. 1 dargestellt, wie sich die
genannten Bauteile wahrend des Ubertragens der Halbleiter-

chips 110 bewegen. Der erste Trager 120 bewegt sich relativ
so zur Walze 143, dass die Bewegungsgeschwindigkeit der Man-
telflache 148 mit der Geschwindigkeit des ersten Tragers 120

Ubereinstimmt.

Ein Aufnahmebereich 146 der zylindrischen Walze 143 wird auf
dem ersten Trdger 120 abgewalzt, wodurch die Halbleiterchips
110 auf die zylindrische Walze 143 aufgenommen werden und
sich anschliefend auf der Mantelfldche 148 der Walze 143 be-
finden. Durch das Abw&lzen des Aufnahmebereichs 146 der Walze
143 am ersten Trager 120 geraten die auf dem ersten Trager
120 angeordneten Halbleiterchips 110 in mechanischen Kontakt
mit der Mantelfldche 148 der Walze 143. Dabei werden die
Halbleiterchips 110 vom ersten Tridger 120 geldst und auf die

Walze 143 Ubertragen.
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Durch die Drehung der Walze 143 werden die von dem ersten
Trager 120 aufgenommenen Halbleiterchips 110 von dem Aufnah-
mebereichs 146 zu einem Abgabebereich 147 der Walze 143 be-
fordert.

Auf einer dem ersten Trdger 120 gegeniiberliegenden Seite der
Walze 143 ist der zweite Trdger 130 angeordnet, der sich re-
lativ zur Mantelfl&dche 148 mit einer der Bewegungsgeschwin-
digkeit der Mantelflache 148 entsprechenden Geschwindigkeit
bewegt. Die Bewegung des zweiten Tragers 130 ist in Fig. 1

wiederum durch einen Pfeil angedeutet.

Durch Abwdlzen des Abgabebereichs 147 der Walze 143 an dem
zweiten Tréager 130 werden die Halbleiterchips 110 von der
Mantelflache 148 geldst und auf den zweiten Tr&ger 130 iber-
tragen. Durch das Abwadlzen des Abgabebereichs 147 der Walze
143 am zweiten Tradger 130 geraten die auf der Mantelfl&ache
148 der Walze 143 angeordneten Halbleiterchips 110 in mecha-
nischen Kontakt mit dem zweiten Tradger 130. Dabei werden die
Halbleiterchips 110 von der Walze 143 geldst und auf den

zweliten Trager 130 Ubertragen.

Die Vorrichtung 100 ermdglicht demnach die Durchfilhrung eines
Verfahrens zum Montieren von Halbleiterchips 110, bei dem
Halbleiterchips 110 vom ersten Trager 120 auf die Trans-
fereinheit 140 Ubertragen werden, indem der Aufnahmebereich
146 der Walze 143 der Transfereinheit 140 am ersten Trager
120 abgewalzt wird. AnschlieRend werden die von der Trans-
fereinheit 140 aufgenommenen Halbleiterchips 110 durch die
Rotation der Walze 143 vom Aufnahmebereich 146 zum Abgabebe-
reich 147 transportiert. Dann werden die Halbleiterchips 110
von der Transfereinheit 140 auf den zweiten Tr&ger 130 liber-
tragen, indem der Abgabebereich 147 der Walze 143 der Trans-

fereinheit 140 am zweiten Trager 130 abgewdlzt wird.

Der Aufnahmebereich 146 wird dabei zu jedem Zeitpunkt durch
den Teil der Mantelflache 148 gebildet, der gerade am ersten
Trager 120 abgewalzt wird. Der Abgabebereich 147 ist zu jedem
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Zeitpunkt der Teil der Mantelfldche 148, der gerade am zwei-
ten Trager 130 abgewdlzt wird. Beim Abwalzen wird die Mantel-
flédche 148 mit der Geschwindigkeit des ersten Tragers 120 be-
ziehungsweise des zweiten Tragers 130 an dem ersten Trager

120 beziehungsweise dem zweiten Trager 130 vorbeigefihrt.

Damit die Halbleiterchips 110 vom ersten Trager 120 auf den
zweiten Trdger 130 Ubertragen werden kénnen, ist es zweckmd-
Big, dass die Haftkraft der Halbleiterchips 110 auf dem ers-
ten Trager 120 kleiner ist als die Haftkraft der Halbleiter-
chips 110 an der Mantelfl&dche 148 der zylindrischen Walze
143. Ferner ist es zweckmidfig, dass die Haftkraft der Halb-
leiterchips 110 am zweiten Trager 130 groBer ist als die
Haftkraft der Halbleiterchips 110 an der Mantelfldche 148 der
zylindrischen Walze 143.

Es kann vorgesehen sein, dass bereits die auf dem ersten Tra-
ger 120 angeordneten Halbleiterchips 110 ein Lotmaterial oder
einen Klebstoff oder ein anderes Verbindungsmaterial aufwei-
sen, mit dem sie anschlieBend am zweiten Trdger 130 befestigt
werden kénnen. Dabei ist es zweckmdBig, wenn das Lotmaterial,
der Klebstoff oder das andere Verbindungsmaterial auf der
Seite der Halbleiterchips 110 angeordnet ist, die nach dem
Ubertragen der Halbleiterchips 110 auf den zweiten Trager 130

dem zweiten Trdger 130 zugewandt ist.

Wenn der zweite Trager 130 als Folie ausgébildet ist, kann es
vorgesehen sein, dass die Folie mit den Halbleiterchips 110,
nachdem die Halbleiterchips 110 auf die Folie uUbertragen wur-
den, so auf eine Leiterplatte oder einen anderen Trdger auf-
gelegt wird, dass die Halbleiterchips 110 zwischen der Folie
und der Leiterplatte oder dem anderen Trager angeordnet sind.
Die Folie kann anschlieBend von den Halbleiterchips 110 abge-
zogen wird, wobei die Halbleiterchips 110 auf der Leiterplat-

te oder dem anderen Trager verbleiben.

Nachfolgend werden weitere Ausfilhrungsbeispiele von Vorrich-

tungen zum Ubertragen von Halbleiterchips beschrieben. Kompo-
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nenten der nachfolgend beschriebenen Ausfihrungsbeispiele,
die bei der Vorrichtung 100 vorhandenen Komponenten entspre-
chen, sind in den weiteren Figuren mit denselben Bezugszei-
chen versehen wie in Fig. 1. Die vorstehende Beschreibung
trifft insoweit auch auf die nachfolgenden Ausfihrungsbei-
spiele zu. Die im Folgenden beschriebenen Beispiele kénnen
untereinander und mit dem Ausfihrungsbeispiel der Fig. 1 kom-

biniert werden.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine weitere Vorrichtung
100 zum Ubertragen von Halbleiterchips 110 von einem ersten
Trager 120 auf einen zweiten Tr&ger 130. Der erste Trager 120
und der zweite Tradger 130 entsprechen dabei den Trdgern der
Fig. 1. Eine Transfereinheit 140 der.weiteren Vorrichtung 100
der Fig. 2 ist aus einer ersten Teiltransfereinheit 141 und

einer zweiten Teiltransfereinheit 142 aufgebaut.

Die erste Teiltransfereinheit 141 entspricht dabei der Trans-
fereinheit 140 der Fig. 1, da sie ebenfalls eine zylindrische
Walze 143 mit einer Mantelfl&dche 148 umfasst. Die Walze 143
rotiert um ihre Symmetrieachse. Der erste Trager 120 bewegt
sich in lateraler Richtung relativ zur Walze 143. Mittels
Pfeilen ist die Bewegung der genannten Bauteile widhrend des
Ubertragens der Halbleiterchips 110 dargestellt. Der erste
Trédger 120 bewegt sich relativ so zur Walze 143, dass die Be-
wegungsgeschwindigkeit der Mantelfldche 148 mit der Geschwin-

digkeit des ersten Tragers 120 ilbereinstimmt.

Die zweite Teiltransfereinheit 142 umfasst ein ilber Rollen
145 in einer geschlossenen Bahn gefihrtes Band 144. Die Bewe-
gungsrichtungen des ersten Tr&dgers 120, der Walze 143, des
Bandes 144, der Rollen 145 und des zweiten Tridgers 130 sind
in Fig. 2 mit Pfeilen dargestellt. Das Band 144 bewegt sich
mit einer Geschwindigkeit relativ zur Walze 143 der ersten
Teiltransfereinheit 141, die der Geschwindigkeit der Mantel-
flédche 148 der Walze 143 entspricht. AuBerdem stimmt die Be-
wegungsgeschwindigkeit des Bands 144 mit der Bewegungsge-

schwindigkeit des zweiten Tragers 130 tiberein.
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Der Aufnahmebereich 146 der Mantelflidche 148 der Walze 143
wird am ersten Tr&ger 120 abgewdlzt, wodurch die Halbleiter-
chips 110 vom ersten Trdger 120 auf die Mantelfldche 148
Ubertragen werden und sich anschlieflend auf der Mantelfliche
148 befinden. Durch das Abwidlzen des Aufnahmebereichs 146 der
Walze 143 am ersten Trdger 120 geraten die auf dem ersten
Trager 120 angeordneten Halbleiterchips 110 in mechanischen
Kontakt mit der Mantelfldche 148 der Walze 143. Dabei werden
die Halbleiterchips 110 vom ersten Triger 120 geldst und auf

die Walze 143 Ubertragen.

Durch die Drehung der Walze 143 werden die von dem ersten
Trager 120 aufgenommenen Halbleiterchips 110 von dem Aufnah-
mebereichs 146 zu einem Ubergabebereich 149 der Walze 143 be-

fordert.

Der Ubergabebereich 149 der Walze 143 wird an dem Band 144
abgewdlzt. Dabei werden die Halbleiterchips 110 von der Walze
143 auf das Band 144 und damit von der ersten Teiltrans-
fereinheit 141 auf die zweite Teiltransfereinheit 142 tiber-

tragen.

Durch die Bewegung des Bands 144 werden die auf dem Band 144
aufgenommenen Halbleiterchips 110 zu einem Abgabebereich 147

beférdert.

An einer der Rollen 145 wird der Abgabebereich 147 an dem
zwelten Trager 130 abgewdlzt, wobei die Halbleiterchips 110
auf den zweiten Trager 130 Ulbertragen werden. Die Halbleiter-
chips 110 werden also vom ersten Trager 120 auf die erste
Teiltransfereinheit 141, von dort auf die zweite Teiltrans-
fereinheit 142 und von dort auf den zweiten Trager 130 iber-

tragen.

Die in Fig. 2 dargestellte Vorrichtung 100 erméglicht damit
die Durchfihrung eines Verfahrens zum Montieren von Halb-

leiterchips 110, bei dem Halbleiterchips 110 vom ersten Tra-
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ger 120 auf die Transfereinheit 140 Ubertragen werden, indem
der Aufnahmebereich 146 der Walze 143 der ersten Teiltrans-
fereinheit 141 am ersten Tradger 120 abgewadlzt wird. Anschlie-
Bend werden die Halbleiterchips 110 von der ersten Teiltrans-
fereinheit 141 auf die zweite Teiltransfereinheit 142 iber-
tragen, indem ein Ubergabebereich 149 der Walze 143 der ers-
ten Teiltransfereinheit 141 an dem Band 144 der zweiten
Teiltransfereinheit 142 abgewdlzt wird. Durch die Drehung der
Walze 143, die Ubertragung der Halbleiterchips 110 von der
ersten Teiltransfereinheit 141 auf die zweite Teiltrans-
fereinheit 142 und die Bewegung des Bands 144 werden die
Halble;perchips 110 vom Aufnahmebereich 146 zum Abgabebereich
147 der Transfereinheit 140 transportiert. Dann werden die
Halbleiterchips 110 von der Transfereinheit 140 auf den zwei-
ten Trager 130 dbertragen, indem der Abgabebereich 147 des
Bands 144 der zweiten Teiltransfereinheit 142 am zweiten Tr&-

ger 130 abgewdlzt wird.

Anstelle der in Fig. 2 dargestellten, kontinuierlichen Uber-
tragung der Halbleiterchips 110 kann es auch vorgesehen sein,
dass nur wenige Halbleiterchips 110 vom ersten Triager 120
entnommen werden. In diesem Fall kann die Aufnahme der Halb-
leiterchips 110 durch die erste Teiltransfereinheit 141 been-
det sein, bevor die ersten Halbleiterchips 110 den Abgabebe-

reich 147 der zweiten Teiltransfereinheit 142 erreichen.

Die Halbleiterchips 110 werden bei dem anhand der Fig. 2 be-
schriebenen Verfahren beim Ubertragen von der ersten
Teiltransfereinheit 141 auf die zweite Teiltransfereinheit
142 gewendet. Dies wird in Fig. 2 dadurch deutlich, dass die
urspringlich dem ersten Trager 120 abgewandte Seite der Halb-
leiterchips 110 nach der Ubertragung der Halbleiterchips 110
auf den zweiten Triager 130 die dem zweiten Trager 130 zuge-
wandte Seite der Halbleiterchips 110 bildet. Dies ist beson-
ders vorteilhaft, wenn ein eventuell vorgesehener Klebstoff
oder ein eventuell vorgesehenes Lot auf die Halbleiterchips

110 auf dem ersten Trager 120 aufgebracht werden soll, da
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dies auf der freiliegenden Seite der Halbleiterchips 110 er-

folgen kann.

Bei den anhand der Figuren 1 und 2 beschriebenen Verfahren
kann es vorgesehen sein, dass vor dem Abwidlzen der Trans-
fereinheit 140 am ersten Trdger 120 eine Haftkraft der Halb-
leiterchips 110 am ersten Tridger 120 reduziert wird, bei-
spielsweise durch Erwdrmen des ersten Tridgers 120 oder durch
‘Bestrahlen des ersten Tragers 120 mit sichtbarem Licht oder
UV-Strahlung. Dadurch haften die Halbleiterchips 110 besser
an der Transfereinheit 140 als am ersten Tridger 120, wodurch
das Ubertragen der Halbleiterchips 110 vom ersten Trager 120

auf die Transfereinheit 140 verbessert wird.

Ebenso kann es vorgesehen sein, dass vor dem Abwilzen der
Transfereinheit 140 am zweiten Tridger 130 eine Haftkraft der
Halbleiterchips 110 an der Transfereinheit 140 reduziert
wird, beispielsweise durch Erwdrmen der Transfereinheit 140
oder durch Bestrahlen der Transfereinheit 140 mit sichtbarem
Licht oder UV-Strahlung. Dadurch haften die Halbleiterchips
110 besser am zweiten Tr&dger 130 als an der Transfereinheit
140, wodurch das Ubertragen der Halbleiterchips 110 von der
Transfereinheit 140 auf den zWeiten Trager 130 verbessert

wird.

Bei dem anhand der Figur 2 beschriebenen Verfahren kann eine
Verringerung einer Haftkraft zwischen der ersten Teiltrans-
fereinheit 141 und den Halbleiterchips 110 ebenfalls bei-
spielsweise durch Erwdrmen der ersten Teiltransfereinheit 141
oder durch Bestrahlen der ersten Teiltransfereinheit 141 mit
sichtbarem Licht oder UV-Strahlung erreicht werden und
dadurch das Ubertragen der Halbleiterchips 110 von der ersten
Teiltransfereinheit 141 auf die zweite Teiltransfereinheit
142 wahrend des Abwalzens der ersten Teiltransfereinheit 141

an der zweiten Teiltransfereinheit 142 verbessert werden.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der Mantel-

flache 148 der zylindrischen Walze 143 der vorherigen Figu-



10

15

20

25

30

35

WO 2018/033248 PCT/EP2017/000990

ren. Auf der Mantelfldche sind erste Abschnitte 151 und zwei-
te Abschnitte 152 ausgebildet. Die ersten Abschnitte 151 und
die zweiten Abschnitte 152 der Mantelfldche 148 der Trans-
fereinheit 140 werden unterschiedlich pré&pariert. Beispiele
fir verschiedene Methoden, die Abschnitte 151, 152 zu prapa-
rieren, werden in folgenden Ausfihrungsbeispielen erlautert.
Die Pré&dparierung erfolgt derart, dass Halbleiterchips 110 nur
auf die ersten Abschnitte 151 und nicht auf die zweiten Ab-
schnitte 152 ibertragen werden kénnen. Dies kann dadurch er-
folgen, dass die Haftkraft der Halbleiterchips 110 an den
ersten Abschnitten 151 und den zweiten Abschnitten 152 unter-
schiedlich ist. Solche unterschiedlichen Haftkr&fte kénnen
beispielsweise aufgrund von Ladungen, Klebstoffschichten oder
durch eine mechanische Verschiebung einer Oberfliche der

Transfereinheit 140 auftreten.

In Fig. 3 dargestellt sind quadratische erste und zweite Ab-
schnitte 151, 152, die jeweils nicht aneinander angrenzen.
Auch andere geometrische Formen der ersten und zweiten Ab-
schnitte 151, 152 sind denkbar, beispielsweise Rechtecke,
Rauten, Kreise, Ovale, Dreiecke, Sechsecke und Hexagone.
Ebenso sind aneinander angrenzende Abschnitte 151, 152 denk-
bar. Formen, Gréfen und Abstidnde der Abschnitte 151, 152 koén-
nen an die Formen, GroéBen und Abstidnde der Halbleiterchips
110 auf dem ersten Tr&ger 120 angepasst werden. Ferner kénnen
sich die Formen der ersten und zweiten Abschnitte 151, 152 an
verschiedenen Positionen der Walze 143 voneinander unter-

scheiden.

Fig. 4 zeigt den Ausschnitt der Mantelfldche 148 der Walze
143 der Fig. 3, nachdem die Walze 143 Transfereinheit 140 an
dem ersten Trager 120 abgewdlzt wurde. In den ersten Ab-
schnitten 151 befinden sich nun Halbleiterchips 110, die beim
Abwdlzen der Walze 143 an dem ersten Tridger 120 von der Walze
143 aufgenommen wurden. In den zweiten Abschnitten 152 befin-
den sich keine Halbleiterchips 110, da die Haftkraft in den
zweiten Abschnitten 152 nicht ausgereicht hat, um Halbleiter-

chips 110 aufzunehmen.
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Anstatt auf der Mantelfladche 148 der zylindrischen Walze 143
kdnnen die ersten Abschnitte 151 und die zweiten Abschnitte

152 auch auf einem Uber Rollen 145 gefuhrtén Band 144 prapa-
riert werden, das einen Teil einer Transfereinheit 140 bil-

det.

Die unterschiedliche Praparierung der ersten Abschnitte 151
und der zweiten Abschnitte 152 der Figuren 3 und-4 kann an-
hand einer Vorauswahl der Halbleiterchips 110 auf dem ersten
Trager 120 erfolgen. Beim Abwadlzen des Aufnahmebereichs 146
am ersten Trager werden dann nur die vorausgewahlten Halb-
leiterchips 110 auf die Transfereinheit 140 tbertragen, da
die Halbleiterchips 110 nur an den aufgrund der Vorauswahl
prédparierten ersten Abschnitten 151 der Transfereinheit 140
haften. Die Haftung zwischen den Halbleiterchips 110 und den
zweiten Abschnitten 152 ist so gering, dass wihrend des Ab-
walzens des Aufnahmebereichs 146 am ersten Tradger 120 keine
Halbleiterchips 110 auf die aufgrund der Vorauswahl der Halb-
leiterchips 110 pradparierten zweiten Abschnitte 152 Ubertra-

gen werden.

Die Vorauswahl der Halbleiterchips 110, die von dem ersten
Trdger 120 auf die ersten Abschnitte 151 iibertragen werden,
kann auf Grundlage einer in einem vorhergehenden Verfahrens-
schritt ermittelten Qualit&t der Halbleiterchips 110 erfol-

gen, wie nachfolgend noch beschrieben wird.

Alternativ oder zus&tzlich zur Prapafierung der ersten und
zweiten Abschnitte 151, 152 auf der Transfereinheit 140 kann
es vorgesehen sein, dass eine Haftkraft, mit der die Halb-
leiterchips 110 am ersten Tradger 120 anhaften, selektiv ver-
andert wird, beispielsweise durch selektives Erwdrmen des
ersten Trdgers 120 oder durch selektives Bestrahlen des ers-
ten Tragers 120 mit sichtbarem Licht oder UV-Strahlung. Die
Verdnderung kann dabei eine Reduzierung oder eine Erhéhung
der Haftkraft sein. Dadurch haften unterschiedliche Halb-

leiterchips 110 unterschiedlich stark am ersten Trager 120.
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An ersten Stellen des ersten Trdgers 120 haften die Halb-
leiterchips 110 beispielsweise weniger stark am ersten Trdger
120 als an zweiten Stellen des ersten Tragers 120. Die Haft-
kraft der Halbeiterchips 110 an den ersten Stellen des ersten
Trédgers 120 ist dabei geringer als die Haftkraft zwischen
Halbleiterchips 110 und Transfereinheit 140. Die Haftkraft
der Halbeiterchips 110 an den zweiten Stellen des ersten Tra-
gers 120 ist dabeil groler als die Haftkraft zwischen Halb-
leiterchips 110 und Transfereinheit 140.

Wenn die Transfereinheit 140 dann am ersten Trager 120 abge-
wdlzt wird, werden die Halbleiterchips 110 von den ersten
Stellen des ersten Tragers 120 aufgrund der groBeren Haft-
kraft zwischen den Halbleiterchips 110 und der Transferein-
heit 140 auf die Transfereinheit 140 Ubertragen, wdhrend die
Halbleiterchips 110, die an den zweiten Stellen des ersten
Tragers 120 angeordnet sind, aufgrund der gréBeren Haftkraft
zwischen Halbleiterchips 110 und erstem Tr&dger 120 am ersten
Tradger 120 verbleiben. Hierdurch wird eine selektive Ubertra-
gung der Halbleiterchip 110 auf die Transfereinheit ermdg-
licht.

Ferner ist es moglich, dass die ersten Stellen des ersten
Tragers 120 und erste Abschnitte 151 der Transfereinheit 140,
die analog zu den Figuren 3 und 4 erzeugt wurden, einander
wdhrend des Abwdlzens der Transfereinheit 140 am ersten Tri-
ger 120 gegenitberliegen und dadurch das selektive Ubertragen
der Halbleiterchips 110 auf die Transfereinheit 140 weiter

verbessert wird.

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch eine Vorrichtung 100 zum
Ubertragen von Halbleiterchips 110 von einem ersten Trager
120 auf einen zweiten Trager 130, die in Aufbau und Funktion
grundsatzlich der Vorrichtung 100 der Fig. 1 entspricht. Zu-
sdtzlich umfasst die Vorrichtung 100 eine Pr&parierungsein-
heit 160, die dazu vorgesehen ist, erste Abschnitte 151 und
zweite Abschnitte 152, wie in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt,

zUu praparieren.
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Die Praparierungseinheit 160 umfasst eine Vorrichtung 161 zur
Aufbringung einer Oberfl&chenladung und eine Vorrichtung 162
zum selektiven Entfernen der Oberfldchenladung. Durch die
Vorrichtung 161 zur Aufbringung einer Oberflachenladung wird
auf die Mantelflache 148 der zylindrischen Walze 143 eine
Oberflachenladung aufgebracht. Die Vorrichtung 162 zum selek-
tiven Entfernen der Oberflachenladung ist als Laser ausgebil-
det, wobei ein Laserstrahl 167 von der Vorrichtung 162 zum
selektiven Entfernen der Oberflachenladung auf die Mantelfl&-

che 148 der Walze gerichtet werden kann.

Mittels einer nicht dargestellten Ablenkeinheit kann der La-
serstrahl 167 auf verschiedene Orte der Mantelfldche 148 ge-
lenkt werden. Dabei trifft der Laserstrahl 167 nicht auf die
gesamte Mantelfldche 148 auf, sondern wird nur auf Teilberei-
che der Mantelflache 148 gelenkt. Die Halbleiterchips 110
kénnen dabei abhdngig vom Material der Transfereinheit 140
und vom Material der Halbleiterchips 110 entweder in Teilbe-
reichen mit Oberfldchenladung oder Teilbereichen ohne Ober-
flachenladung an der Transfereinheit 140 haften. Je nachdem,
an welchen Teilbereichen die Halbleiterchips 110 haften, sind
diese die ersten Abschnitte 151, die fir die Ubertragung_der

Halbleiterchips 110 eingerichtet sind.

Es ist also mo6glich, dass die Halbleiterchips 110 in den
Teilbereichen der Transfereinheit 140 haften, die weiterhin
eine Oberflachenladung aufweisen. In diesem Fall wird der La-
serstrahl 167 auf die zweiten Abschnitte 152 gelenkt, um in
den zweiten Abschnitten 152 die Oberflichenladung zu entfer-

nen.

Ebenso kann es sein, das die Halbleiterchips 110 in den Teil-
bereichen der Transfereinheit 140 haften, in denen keine
Oberfldchenladung vorliegt. In diesem Fall wird der Laser-
strahl 167 auf die ersten Abschnitte 151 gelenkt, um in den

ersten Abschnitten 151 die Oberflidchenladung zu entfernen.
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In beiden Fallen haften die Halbleiterchips 110 dann an den

ersten Abschnitten 151 der Transfereinheit 140.

Durch das selektive Entfernen der Oberflachenladung mittels
Laserstrahl 167 entsteht also eine Anordnung von ersten und
zweiten Abschnitten 151, 152 analog zu den Figuren 3 bezie-
hungsweise 4. Dadurch ergeben sich wdhrend des Ubertragungs-—
vorganges der Halbleiterchips 110 vom ersten Trager 120 auf
den zweiten Trager 130 Lucken an den Stellen, an denen die
Mantelflache 148 wéhrend des Ubertragungsvorgangs einen zwei-
ten Abschnitt 152 aufgewiesen hat. Es werden somit nicht
samtliche Halbleiterchips 110 des ersten Trigers 120 {ibertra-
gen. Einige auf dem ersten Trdger 120 angeordnete Halbleiter-
chips 110 koénnen ausgelassen und auf dem ersten Trager 120

belassen werden.

Es kann vorgesehen sein, dass die Halbleiterchips 110 eine
Schicht oder einen Bereich aufweisen, der elektrostatisch
aufgeladen werden kann. Dadurch kann die Haftung der Halb-
leiterchips 110 an der Transfereinheit 140 verbessert werden,
insbesondere wenn die Oberflichenladung auf der Transferein-
heit 140 in den ersten Abschnitten 151 und die elektrostati-
sche Ladung der Halbleiterchips 110 unterschiedliche Vorzei-
chen aufweisen. Alternativ dazu kann es vorgesehen sein, dass
die zweiten Abschnitte 152 der Transfereinheit 140 eine Ober-
flachenladung mit einem identischen Vorzeichen zur elektro-
statischen Ladung der Halbleiterchips 110 aufweisen und
dadurch eine elektrische AbstoBung zwischen den zweiten Ab-
schnitten 152 der Transfereinheit 140 und den Halbleiterchips
110 vorliegt. Zwischen ersten Abschnitten 151 der Trans-
fereinheit 140 ohne Oberflachenladung und den Halbleiterchips
110 liegt dann eine elektrische Anziehung zwischen den ersten
Abschnitten 151 der Transfereinheit 140 und den Halbleiter-
chips 110 vor, so dass die Halbleiterchips 110 an den ersten
Abschnitten 151 der Transfereinheit 140 haften. In beiden
Fallen werden die Halbleiterchips 110 selektiv auf die ersten

Abschnitte 151 der Transfereinheit 140 beim Abwilzen des Auf-

4
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nahmebereichs 146 der Transfereinheit 140 am ersten Tr&ager

120 ibertragen.

Fig. 6 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel einer Vorrichtung 100 zum Ubertragen von Halb-
leiterchips 110 von einem ersten Tridger 120 auf einen zweiten

Trager 130.

Die Transfereinheit 140 weist dabei ein tiber mehrere Rollen
145 gefihrtes Band 144 auf. Das Band 144 wird nicht auf einer
geschlossenen Bahn gefithrt. Stattdessen stellt eine Vorrats-
rolle 153 das Band 144 als Verbrauchsmaterial fir den Uber-
tragungsvorgang zur Verfigung. Nachdem das Band 144 die
Transfereinheit 140 durchlaufen hat, wird das Band 144 auf
einer Aufnahmerolle 154 aufgewickelt. Mit Pfeilen sind die
Drehrichtungen der Rollen 145 und die Bewegungsrichtung des
Bandes 144 dargestellt, wobei die‘Relativgeschwindigkeiten
von Band 144, erstem Trager 120 und zweitem Tradger 130 wiede-
rum Ubereinstimmen. Selbstverstdndlich ist alternativ auch
die Verwendung eines auf einer geschlossenen Bahn gefiihrten

Bands moglich.

Ein Aufnahmebereich 146 des Bands 144 wird an einem ersten
Trager 120 abgewdlzt. Der Aufnahmebereich 146 ist damit zu
jedem Zeitpunkt der Teil des Bandes 144, der gerade am ersten
Trager 120 abgew&dlzt wird. Beim Abwilzen wird das Band 144
mit der Geschwindigkeit des ersten Tragers 120 am ersten Tra-
ger 120 vorbeigefihrt. Wahrend des Abwidlzens des Aufnahmebe-
reichs 146 des Bands 144 am ersten Trager 120 werden Halb-
leiterchips 110 vom ersten Trdger 120 auf das Band 144 iiber-
tragen, wobei das Band 144 Teil der Transfereinheit 140 ist.
AnschlieBend werden die Halbleiterchips 110 durch eine Bewe-
gung des Bands 144 vom Aufnahmebereich 146 zu einem Abgabebe-

reich transportiert.

Der Abgabebereich 147 des Bands 144 wird an einem zweiten
Trager 130 abgew&dlzt. Der Abgabebereich 147 ist damit zu je-

dem Zeitpunkt der Teil des Bandes 144, der gerade am zweiten
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Trager 130 abgewadlzt wird. Beim Abwalzen wird das Band 144
mit der Geschwindigkeit des zweiten Tridgers 130 am zweiten
Trager 130 vorbeigefihrt. Wahrend des Abwidlzens des Abgabebe-
reichs 147 des Bands 144 am zweiten Trager 130 werden Halb-
leiterchips 110 vom Band 144 auf den zweiten Triager 130 iber-

tragen.

Die Vorrichtung 100 der Fig. 6 weist ferner eine Préparie-
rungseinheit 160 auf, die eingerichtet ist, das Band 144 se-
lektiv aufzuladen. Dies kann beispielsweise analog zur Fig. 5
mittels einer Vorrichtung 161 zur Aufbringung einer Oberfla-
chenladung und einem anschliefenden selektiven Entfernen der
Oberflachenladung mittels Beleuchtung erfolgen. Samtliche da-
zu notwendige Bauteile kénnen in die Prdparierungseinheit 160
integriert sein. Durch die Prdparierungseinheit 160 werden
wiederum erste und zweite Abschnitte 151, 152 auf dem Band
144 prapariert, wobei die Halbleiterchips 110 ausschlieBlich
in den ersten Abschnitten 151 ibertragen werden. Die Prapa-
rierung der Abschnitte 151, 152 erfolgt dabei analog zu den
Figuren 3 und 4 und kann anhand einer Vorauswahl der Halb-
leiterchips 110 auf dem ersten Trager 120 erfolgen. Beim Ab-
wdlzen des Aufnahmebereichs 146 am ersten Trager werden dann
nur die vorausgewahlten Halbleiterchips 110 auf die Trans-
fereinheit 140 Ubertragen, da die Halbleiterchips 110 nur an
den aufgrund der Vorauswahl prédparierten ersten Abschnitten
151 der Transfereinheit 140 haften. Die Haftung zwischen den
Halbleiterchips 110 und den zweiten Abschnitten 152 ist so
gering, dass wahrend des Abwalzens des Aufnahmebereichs 146
am ersten Trager 120 keine Halbleiterchips 110 auf die auf-
grund der Vorauswahl der Halbleiterchips 110 praparierten

zweiten Abschnitte 152 uUbertragen werden.

Die Vorauswahl der Halbleiterchips 110, die von dem ersten
Trager 120 auf die ersten Abschnitte 151 Ubertragen werden,
kann auf Grundlage einer in einem vorhergehenden Verfahrens-
schritt ermittelten Qualitit der Halbleiterchips 110 erfol-

gen, wie nachfolgend noch beschrieben wird.
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Die in Fig. 6 gezeigte Vorrichtung 100 erméglicht die Durch-
fuhrung eines Verfahrens zum Montieren von Halbleiterchips
110, bei dem Halbleiterchips 110 vom ersten Tr&ger 120 auf
die Transfereinheit 140 iibertragen werden, indem der Aufnah-
mebereich 146 des Bands 144 der Transfereinheit 140 am ersten
Trager 120 abgewadlzt wird. Anschliefend werden die von der
Transfereinheit 140 aufgenommenen Halbleiterchips 110 durch
die Bewegung des Bands 144 vom Aufnahmebereich 146 zum Abgab-
ebereich 147 transportiert. Dann werden die Halbleiterchips
110 von der Transfereinheit 140 auf den zweiten Trager 130
Ubertragen, indem der Abgabebereich 147 des Bands 144 der

Transfereinheit 140 am zweiten Tr&dger 130 abgewalzt wird.

In einem weiteren, in den Figuren nicht dargestellten Ausfih-
rungsbeispiel ist die Prédparierungseinheit 160 eingerichtet,
eine Klebeschicht auf die Transfereinheit 140 aufzubringen
und anschliefend eine Klebrigkeit der Klebeschicht in den
ersten oder in den zweiten Abschnitten 151, 152 durch Be-
strahlung mit elektromagnetischer Strahlung relativ zueinan-

der zu andern. Dies erfolgt derart, dass die Klebrigkeit in

- den ersten Abschnitten 151 groRer ist als die Klebrigkeit in

den zweiten Abschnitten 152. Anstelle einer Oberfldchenladung
wird also eine Klebeschicht auf die Transfereinheit 140 auf-
gebracht und anschlieBend selektiv die Klebrigkeit dieser

Klebeschicht verandert.

In einem weiteren, in den Figuren nicht dargestellten Ausfih-
rungsbeispiel ist die Préparierungseinheit 160 eingerichtet,
durch elektromagnetische Strahlung eine Dicke einer Material-
schicht der Transfereinheit 140 zu veridndern. Dies kann bei-
spielsweise dadurch geschehen, dass eine Materialschicht der
Transfereinheit 140 aufquillt und nur die aufgequollenen Be-
reiche der Materialschicht im Aufnahmebereich 146 in mechani-
schen Kontakt mit den Halbleiterchips 110 auf dem ersten Tri-
ger 120 treten. Aufgequollene Bereiche bilden also die ersten
Abschnitte 151. Somit werden nur die Halbleiterchips, die an
die aufgequollene Materialschicht angrenzen, Ubertragen. An

den Stellen, an denen die Materialschicht nicht aufgequollen
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ist, tritt die Transfereinheit 140 nicht in mechanischen Kon-
takt mit den Halbleiterchips 110, sodass keine Halbleiter-
chips 110 aufgenommen werden. Damit bilden die nicht aufge-

quollenen Bereiche die zweiten Abschnitte 152.

Die beiden voranstehenden Ausfihrungsbeispiele kénnen auch so
kombiniert werden, dass durch das Bestrahlen mit elektromag-
netischer Strahlung sowohl die Klebrigkeit einer Klebeschicht
als auch die Dicke einer Materialschicht der Transfereinheit
140 verédndert werden und die Halbleiterchips 110 in den ers-
ten Abschnitten 151 sowohl aufgrund der veridnderten Klebrig-
keit als auch aufgrund der veranderten Dicke der Material-

schicht haften.

In einigen Ausfihrungsformen ist die Praparierungseinheit 160
eingerichtet, die einzelnen ersten Abschnitte 151 beziehungs-
weise die einzelnen zweiten Abschnitte 152 sequentiell nach-
einander zu prdparieren. Dies kann beispielsweise mittels ei-
nes Lasers und eines Dreh- oder Kippspiegels erfolgen, wobei
der Laser an- und ausgeschaltet wird und durch die Bewegung
des Spiegels und das An- und Ausschalten des Lasers selek-
tiert werden kann, auf welche Abschnitte 151, 152 der Laser-

strahl auftrifft.

In anderen Ausfihrungsformen werden mehrere erste Abschnitte
151 beziehungsweise mehrere zweite Abschnitte 152 gleichzei-
tig prapariert. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen,
dass mehrere Lichtquellen in einem Array angeordnet sind, und
mehrere Lichtquellen parallel gleichzeitig betrieben werden,
um die Transfereinheit 140 mit elektromagnetischer Strahlung

zu bestrahlen.

In einem Ausfihrungsbeispiel wird eine Oberfldche der Trans-
fereinheit 140 in den ersten Abschnitten 151 beziehungsweise
den zweiten Abschnitten 152 durch die Praparierung derart
verschoben, dass die ersten Abschnitte 151 im Aufnahmebereich
146 beziglich der zweiten Abschnitte 152 erhaben sind. Dies

kann beispielsweise mittels einer mechanischen Verschiebung
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erfolgen. In diesem Fall treten wiederum nur die erhabenen
ersten Abschnitte 151 mit den Halbleiterchips 110 auf dem

ersten Trédger 120 in mechanischen Kontakt.

In einem Ausfihrungsbeispiel wird eine Dicke einer Material-
schicht der Transfereinheit 140 bei der Praparierung durch
eine mechanische Einwirkung in den ersten Abschnitten 151 o-
der in den zweiten Abschnitten 152 verandert, wodurch wiede-
rum nur die ersten Abschnitte im Aufnahmebereich 146 mit den
Halbleiterchips 110 auf dem ersten Tradger 120 in mechanischen
Kontakt treten. Dies kann beispielsweise durch einen mechani-
schen Umformprozess wie beispielsweise Schmieden; Eindricken
oder Stauchen, oder durch einen mechanischen Trennprozess wie

beispielsweise Frédsen oder Hobeln erfolgen.

Figuren 7 und 8 zeigen Querschnitte durch ein weiteres Aus-
fihrungsbeispiel fiir einen Teilbereich einer Transfereinheit
140 im Bereich des Aufnahmebereichs 146. Die Transfereinheit
140 umfasst dabei ein tber Rollen 145 gefihrtes Band 144. In
den Figuren 7 und 8 ist nur ein Teilbereich des Bandes 144
dargestellt. Das Band 144 ist Uber zwei Rollen 145 gefihrt.
Im Bereich der Rollen ist das Band 145 gekrimmt, zwischen den

Rollen 145 verlauft das Band 144 linear.

Der restliche, nicht dargestellte Bereich des Bandes 144 kann
analog zu den Figuren 2 oder 6 einen Abgabebereich 147 auf-
weisen, der an einem nicht dargestellten zweiten Trager 130
abgewalzt werden kann, um Halbleiterchips 110 vom Band 144
auf den zweiten Trager 130 zu ilbertragen. Das tber die Rollen
145 gefithrte Band f44 bildet in diesem Fall die Transferein-
heit 140. Alternativ kann das Band 144 einen Ubergabebereich
149 aufweisen, an dem das Band 144 an einem weiteren, nicht
dargestellten Band oder an einer nicht dargestellten Walze
abgewdlzt werden kann, um die Halbleiterchips 110 auf das
weitere Band oder die Walze zu Ubertragen. Das iber die Rol-
len 145 gefihrte Band 144, dessen Teilbereich in den Figuren
7 und 8 dargestellt ist, ist in diesem Fall Bestandteil einer

ersten Teiltransfereinheit 141, die Teil der Transfereinheit
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140 ist. Das weitere Band oder die Walze sind dann Bestand-
teil einer zweiten Teiltransfereinheit 142, die ebenfalls zur

Transfereinheit 140 zugeordnet ist.

Halbleiterchips 110 sind auf einem ersten Tridger 120 angeord-
net, der parallel zu dem zwischen den Rollen 145 verlaufenden

Abschnitt des Bands 144 angeordnet ist.

Ein Aufnahmebereich 146 des Bandes 144 wird zwischen den zwei
in den Figuren 7 und 8 dargestellten Rollen 145 am ersten
Trager 120 abgewdlzt. Dazu wird das Band 144 zwischen den
Rollen 145 parallel zum ersten Trdger 120 gefiihrt. Der erste
Trager 120 bewegt sich dabei in laterale Richtung mit der
gleichen Geschwindigkeit wie das Band 144. Die Bewegungsrich-

tung ist in den Figuren 7 und 8 mittels Pfeilen dargestellt.

Zwischen den beiden Rollen ist eine Prédparierungseinheit 160
mit einem Stempel 164 angeordnet. Wie Fig. 8 zeigt, kann der
Stempel 164 in Richtung der Halbleiterchips 110 bewegt wer-
den, um Uber vorausgewdhlten Halbleiterchips 110 angeordnete
erste Abschnitte 151 des Bands 144 lokal an einen oder mehre-
re auf dem ersten Trager 120 angeordnete Halbleiterchips 110
anzudrlcken. Dadurch werden die ersten Abschnitte 151 des
Bands 144 mit den vorausgewdhlten Halbleiterchips 110 in Kon-
takt gebracht und bleiben an diesen Halbleiterchips 110 haf-
ten. Die Uber nicht-vorausgewahlten Halbleiterchips 110 ange-
ordneten zweiten Abschnitte 152 des Bands 144 werden nicht
durch den Stempel 164 an Halbleiterchips 110 angedriickt. Der
Stempel 164 verschiebt also eine den Halbleiterchips 110 zu-
gewandte Oberfldche des Bands 144 durch mechanische Einwir-
kung rdumlich so, dass die ersten Abschnitte 151 des Bands
144, bezogen auf die Normale des Aufnahmebereichs 146, gegen-

Uber den zweiten Abschnitte 152 erhaben sind.

An der in Verlaufsrichtung des Bands 144 hinteren Rolle 145
werden die vorausgewahlten Halbleiterchips 110 von dem ersten

Trager 120 abgehoben. Dadurch werden die vorausgewdahlten



10

15

20

25

30

35

WO 2018/033248 PCT/EP2017/000990

Halbleiterchips 110 von dem ersten Trager 120 auf das Band

144 der Transfereinheit 140 Ubertragen.

Die Vorauswahl der Halbleiterchips 110, die von dem ersten
Trager 120 auf das Band 144 der Transfereinheit 140 ibertra-
gen werden, kann auf Grundlage einer in einem vorhergehenden
Verfahrensschritt ermittelten Qualitdt der Halbleiterchips

110 erfolgen, wie nachfolgend noch beschrieben wird.

Der Stempel 164 kann beispielsweise einen Piezo-Kristall um-
fassen oder als hydraulischer Stempel, als pneumatischer
Stempel, als elektrischer Stempel oder als elektromagneti-

scher Stempel ausgebildet sein.

Das Band 144 kann durch den Stempel 164 elastisch oder
inelastisch verformt werden. Im Fall einer elastischen Ver-
formung des Bands 144 kénnen die ersten Abschnitte 151 des
Bands 144, anders als in Fig. 8 dargestellt, bereits vor dem
Erreichen der in Verlaufsrichtung des Bands 144 hinteren Rol-
le 145 elastisch in ihre Ausgangslage =zuriickkehren und dabei
die vorausgewahlten Halbleiterchips 110 von dem ersten Trager

120 abheben.

Der in den Figuren 7 und 8 gezeigte Teilbereich der Vorrich-
tung 100 erméglicht das Ubertragen von Halbleiterchips 110
vom ersten Trager 120 auf das Band 144 der Transfereinheit
140, indem der Aufnahmebereich 146 des Bands 144 der Trans-
fereinheit 140 am ersten Trdger 120 abgewdlzt wird. Anschlie-
Bend werden die von der Transfereinheit 140 aufgenommenen
Halbleiterchips 110 durch die Bewegung des Bands 144 vom Auf-
nahmebereich 146 zum nicht dargestellten Abgabebereich 147
oder zum Ubergabebereich 149 transportiert und kénnen dort
entweder auf den zweiten Trdger 130 oder ein weiteres Band
145 oder eine Walze 143 ilbertragen werden, wobei das weitere
Band 145 oder die Walze 143 eine zweite Teiltransfereinheit

142 bilden.
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Abweichend von der Darstellung der Figuren 7 und 8 kann vor-
gesehen sein, dass das Band 144 zwischen den Rollen 145 mit
allen Halbleiterchips 110 in mechanischem Kontakt steht. Da-
bei besteht zun&chst keine zur Ubertragung der Halbleiter-—
chips 110 von dem ersten Triger 120 auf das Band 144 der
Transfereinheit 140 ausreichende Haftung. In diesem Fall kann
der‘Stempel 164 Uber vorausgewdhlten Halbleiterchips 110 an-
geordnete erste Abschnitte 151 des Bands 144 lokal an einen
oder mehrere auf dem ersten Trager 120 angeordnete Halb-
leiterchips 110 anzudriicken, um die Haftung zwischen dem Band
144 und den vorausgewahlten Halbleiterchips 110 auf einen fiir
die Ubertragung notwendigen Wert zu erhdhen. Das Band 144 o-
der die Halbleiterchips 110 kénnen hierbei nétigenfalls eine
Haftbeschichtung aufweisen, deren Haftkraft durch das Andrii-

cken verstirkt werden kann.

Wenn der erste Trdger 120 aus einer dinnen Folie besteht,
kann es auferdem vorgesehen sein, dass die Praparierungsein-—
heit 160 mit dem Stempel 164 unterhalb des ersten Tragers
120, also auf der dem Band 144 abgewandten Seite des ersten
Tragers 120, angeordnet ist und die vorausgewdhlten Halb-
leiterchips 110 in Richtung des Bandes 144 driickt und so den
Transfer der vorausgewdhlten Halbleiterchips 110 vom ersten
Trager 120 auf das Band 144 ermdglicht. Ebenfalls ist es
denkbar, sowohl oberhalb als auch unterhalb des Bandes 144
jeweils eine Préaparierungseinheit 160 mit jeweils einem Stem-—

pel 164 vorzusehen.

In einer weiteren Variante kann die Priparierungseinheit 160
anstelle des Stempels 164 eine Vorrichtung zum lokalen Erwdr-
. men des Bands 144 umfassen. In dieser Variante kann das Band
144 zwischen den Rollen 145 mit allen Halbleiterchips‘llo in
mechanischem Kontakt stehen. Dabei besteht zunidchst keine zur
Ubertragung der Halbleiterchips 110 von dem ersten Trager 120
auf das Band 144 der Transfereinheit 140 ausreichende Haf-
tung. Die Praparierungseinheit 160 erwiarmt iber vorausgewahl -
ten Halbleiterchips 110 angeordnete erste Abschnitte 151 des
Bands 144 lokal, um die Haftung zwischen dem Band 144 und den
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vorausgewahlten Halbleiterchips 110 aus einen fir die Uber-
tragung notwendigen Wert zu erhdéhen. Das Band 144 oder die
Halbleiterchips 110 k&énnen hierbei nétigenfalls eine Haftbe-
schichtung aufweisen, deren Haftkraft durch das Erwdrmen ver-
stédrkt werden kann. Die lokale Erwdrmung des Bands 144 kann
beispielsweise durch Bestrahlung mit elektromagnetischer
Strahlung erfolgen. Es ist auch mdglich, die Haftkraft zwi-
schen den ersten Abschnitten 151 des Bands 144 und den vo-
rausgewédhlten Halbleiterchips 110 auf andere Weise als durch
Erwdrmung, beispielsweise durch Bestrahlung mit sichtbarem

Licht oder UV-Strahlung, zu erhohen.

Ferner kann es vorgesehen sein, dass vor dem Abwalzen der
Transfereinheit 140 am ersten Trager 120 die Haftkraft, mit
der die Halbleiterchips 110 am ersten Trager 120 anhaften,
selektiv verandert wird, beispielsweise durch Erwdrmen oder
durch Bestrahlung mit Strahlung, beispielsweise sichtbarem
Licht oder UV-Strahlung, um die Ubertragung der Halbleiter-
chips 110 auf die Transfereinheit 140 wahrend des Abwalzens
zu erleichtern. In diesem Fall wird die Haftkraft der Halb-
leiterchips 110 auf dem ersten Trager 120 derart reduziert,
dass die Halbleiterchips 110 besser an den ersten Abschnitten
151 des Bands haften als am ersten Tridger 120. Es ist eben-
falls m6glich, dass nur in Teilbereichen des ersten Tragers
120 die Haftkraft beispielsweise durch selektive Erwidrmung
oder durch selektive Bestrahlung verringert wird, beispiels-
weise 1in Teilbereichen des ersten Tradgers, die den ersten Ab-
schnitten 151 des Bandes 144 wahrend des Abwalzvorgangs ge-~

geniiberliegen.

Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel fir eine Vorrichtung 100 zum Ubertragen von
Halbleiterchips 110 von einem ersten Tridger 120 auf einen
zweiten Trager 130. Eine Transfereinheit 140 weist wiederum
eine Walze 143 auf. Die Anordnung von erstem und zweitem Tra-

ger 120, 130 und Walze 143 entspricht dabei der Fig. 1.
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Die Walze 143 ist allerdings an ihrer Mantelfldche 148 mit
verschiedenen Stempeln 164 ausgestattet, die in radialer
Richtung ausgefahren und eingefahren werden kénnen. Die Stem-—
pel 164 kénnen jeweils eine erste Position entfernt von der
Mantelflache 148 der Walze und eine zweite Position naher an
der Mantelfldche 148 der Walze 143 einnehmen. Dadurch kann
eine Oberflache der Stempel 164, die der Transfereinheit 140
zugeordnet sind, in Richtung der Normalen der Mantelfl&che
148 derart verschoben werden, dass die Oberflidche der Stempel
164 in ersten Abschnitten 151 erhaben gegeniiber der Oberfla-
che der Stempel 164 in zweiten Abschnitten 152 ist.

Im ausgefahrenen Zustand treten die Stempel 164 wiahrend des
Abwalzens des Aufnahmebereichs 146 am ersten Trager 120 in
mechanischen Kontakt mit den Halbleiterchips 110 auf dem ers-
ten Trdger 120 und nehmen diese aufgrund des mechanischen
Kontakts vom ersten Trdger 120 ab. Stempel 164, die in die
zweite Position ndher an der Mantelfliche 148 gebracht sind,
treten wahrend. des Abwalzens des Aufnahmebereichs 146 am ers-
ten Trager 120 nicht in mechanischen Kontakt mit den Halb-
leiterchips 110, wodurch diese Stempel 164 wiahrend des Abwial-
zens des Aufnahmebereichs 146 am ersten Trager 120 keine
Halbleiterchips 110 aufnehmen. Dadurch kann wiederum ein se-
lektives Aufnehmen der Halbleiterchips 110 auf die Trans-
fereinheit 140 und damit ein selektives Ubertragen der Halb-
leiterchips 110 vom ersten Trager 120 auf den zweiten Trager

130 erreicht werden.

Die Praparierung der ersten und zweiten Abschnitte 151, 152
erfolgt bei diesem Ausfiihrungsbeispiel also durch Bewegen der
Stempel 164 auf der Mantelfldche 148 der Walze 143. Die Pra-
parierung der ersten und zweiten Abschnitte 151, 152 und da-
mit die Selektion der zu ubertragenden Halbleiterchips 110
kann aufgrund einer Vorauswahl der Halbleiterchips 110 erfol-
gen. Mdgliche Methoden, diese Vorauswahl zu treffen, werden

im Folgenden noch beschrieben.
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Die in Fig. 9 gezeigte Vorrichtung 100 erméglicht die Durch-
fihrung eines Verfahrens zum Montieren von Halbleiterchips
110, bei dem Halbleiterchips 110 vom ersten Trager 120 auf
die Transfereinheit 140 ibertragen werden, indem der Aufnah-
mebereich 146 der Walze 143 der Transfereinheit 140 am ersten
Trager 120 abgewdlzt wird. AnschlieBend werden die von der
Transfereinheit 140 aufgenommenen Halbleiterchips 110 durch
die Bewegung der Walze 143 vom Aufnahmebereich 146 zum Abgab-
ebereich 147 transportiert. Dann werden die Halbleiterchips
110 von der Transfereinheit 140 auf den zweiten Tradger 130
Ubertragen, indem der Abgabebereich 147 der Walze 143 der
Transfereinheit 140 am zweiten Trdger 130 abgewdlzt wird.
Durch die Stempel 164 werden dabei erste und zweite Abschnit-
te 151, 152 préapariert, wobei die Halbleiterchips 110 nur an
den ersten Abschnitten 151 haften und somit eine selektive

Ubertragung der Halbleiterchips 110 ermdglicht wird.

Es kann vorgesehen sein, dass die Walze 143 als Bestandteil
einer ersten Teiltransfereinheit 141 ausgebildet ist und an-
stelle des Abgabebereichs 147 einen Ubergabebereich 149 auf-
weist, der an einer zweiten Teiltransfereinheit 142 analog zu
Fig. 2 abgewalzt wird. Durch das Abwidlzen des Ubergabebe-
reichs 149 an der zweiten Teiltransfereinheit 142 werden die
Halbleiterchips 110 auf die zweite Teiltransfereinheit 142
Ubertragen und koénnen von dort analog zu Fig. 2 auf den zwei-

ten Trager 130 Ubertragen werden.

Die Stempel 164 konnen einen Piezo-Kristall umfassen oder
hydraulische Stempel, pneumatische Stempel, elektrische Stem-

pel oder elektromagnetische Stempel sein.

Fig. 10 zeigt einen Querschnitt durch eine Vorrichtung zum
Ubertragen von Halbleiterchips 100, die, analog zur Fig. 2,
eine erste Teiltransfereinheit 141 und eine zweite Teiltrans-
fereinheit 142 umfasst, die eine Transfereinheit 140 bilden.
Die erste Teiltransfereinheit 141 ist dabei wiederum eine zy-

lindrische Walze 143 und die zwelte Teiltransfereinheit 142
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wiederum ein iber Rollen 145 gefiihrtes geschlossenes Band
144.

Die Transfereinheit 140 weist an der ersten Teiltransferein-
heit 141, also an der zylindrischen Walze 143, eine bewegli-
che Dise 165 und eine Entfernungseinheit 166 auf, die Teil
einer Préparierungseinheit 160 sind. Die bewegliche Diise 165
kann senkrecht zur Zeichenebene bewegt werden und ist einge-
richtet, eine Klebeschicht selektiv auf die zylindrische Wal-
ze 143 aufzubringen und dadurch die ersten und zweiten Ab-
schnitte 151, 152 zu prapariéren. Die Klebeschicht wird mit-
tels der beweglichen Dise 165 in den ersten Abschnitten 151
der Walze 143 aufgebracht. In den zweiten Abschnitten 152

wird keine Klebeschicht aufgebracht.

Wahrend des Abwalzens des Aufnahmebereichs 146 der Walze 143
am ersten Tradger 120 haften die Halbleiterchips 110 an der
selektiv aufgebrachten Klebeschicht und damit an den ersten
Abschnitten 151 der Walze 143 der Transfereinheit 140. An den
zwelten Abschnitten 152 haften keine Halbleiterchips 110 an.

Die Entfernungseinheit 166 ist eingerichtet, Uberschissigen
Klebstoff von der zylindrischen Walze 143 abzustreifen, nach-
dem die Halbleiterchips 110 durch ein Abwdlzen des Ubergabe-
bereichs 149 am Band 144 der zweiten Teiltransfereinheit 142
auf das Band 144 Ubertragen wurden. Die Entfernungseinheit
166 versetzt somit die zylindrische Walze 143 wieder in den
Ausgangszustand zurlck. Anschlielend kann erneut eine Kleb-
stoffschicht mittels der beweglichen Dise 165 auf die Walze
143 aufgebracht werden, um eine weitere selektive Ubertragung

von Halbleiterchips 110 zu ermdéglichen.

Die in Fig. 10 dargestellte Vorrichtung 100 erméglicht die i
Durchfihrung eines Verfahrens zum Montieren von Halbleiter-
chips 110, bei dem Halbleiterchips 110 vom ersten Trager 120
auf die Transfereinheit 140 Ubertragen werden, indem der Auf-
nahmebereich 146 der Walze 143 der ersten Teiltransfereinheit

141 am ersten Tradger 120 abgewadlzt wird. AnschlieBend werden
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die Halbleiterchips 110 von der ersten Teiltransfereinheit
141 auf die zweite Teiltransfereinheit 142 itbertragen, indem
ein Ubergabebereich 149 der Walze 143 der ersten Teiltrans-
fereinheit 141 an dem Band 144 der zweiten Teiltransferein-
heit 142 abgewdlzt wird. Hierdurch werden die Halbleiterchips
110 vom Aufnahmebereich 146 zum Abgabebereich 147 der Trans-
fereinheit 140 transportiert. Dann werden die Halbleiterchips
110 von der Transfereinheit 140 auf den zweiten Trager 130
ibertragen, indem der Abgabebereich 147 des Bands 144 der
zweiten Teiltransfereinheit 142 am zweiten Trager 130 abge-
wédlzt wird. Durch die bewegliche Diise 165 werden dabei erste
und zweite Abschnitte 151, 152 prédpariert, wobei die Halb-
leiterchips 110 nur an den ersten Abschnitten 151 haften und
somit eine selektive Ubertragung der Halbleiterchips 110 er-

mdglicht wird.

Anstelle der zweiten Teiltransfereinheit 142 kann ebenfalls

vorgesehen sein, dass ein Abgabebereich 147, der dem Ubergab-
ebereich 149 der Fig. 10 entspricht, an einem zweiten Trager
130 abgewdlzt und dabei die Halbleiterchips 110 auf den zwei-

ten Trdger Ubertragen werden.

Anstelle der beweglichen Dise 165 k&énnen auch mehrere unbe-
wegliche Disen vorgesehen sein, die senkrecht zur Zeichenebe-
ne der Fig. 10 nebeneinander angeordnet sind. Mittels dieser
Disen kénnen ebenfalls erste und zweite Abschnitte 151, 152
auf der Walze 143 pradpariert werden, indem selektiv Klebstoff

auf die ersten Abschnitte 151 aufgebracht wird.

Die Praparieruhg der ersten und zweiten Abschnitte 151, 152
kann anhand ‘einer Vorauswahl der Halbleiterchips 110 auf dem
ersten Trdger 120 erfolgen. Mogliche Verfahren zur Vorauswahl

werden im Folgenden noch beschrieben.

In einem alternativen Ausfihrungsbeispiel, das in den Figuren
nicht dargestellt ist, weist die Praparierungseinheit 160 ei-
ne Vorrichtung zum Aufbringen einer Klebeschicht auf die

Transfereinheit 140 auf. Ferner umfasst die Prdparierungsein-
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heit 160 eine Vorrichtung zum selektiven Erwidrmen der Trans-
fereinheit 140 derart, dass die Klebeschicht nach dem selek-
tiven Erwdrmen in den ersten Abschnitten 151 eine hohere _
Klebrigkeit als in den zweiten Abschnitten 152 aufweist. Die
Vorrichtung zum selektiven Erwidrmen kann in der Nahe der Wal-
ze 143 oder des Bands 144 angeordnet sein. Die Vorrichtung
zum selektiven Erwdrmen kann ebenfalls innerhalb einer Walze
143 oder Rolle 145 der Transfereinheit 140 angeordnet sein.
Die Vorrichtung zum selektiven Erwdrmen kann Heizelemente um-—
fassen oder einen Laser aufweisen. Im Ubrigen ist die Vor-
richtung zum Ubertragen von Halbleiterchips 100 bei diesem

Ausfihrungsbeispiel so ausgebildet wie in Fig. 10.

Anstelle der Erhséhung der Klebrigkeit in den ersten Abschnit-
ten 151 der Transfereinheit 140 kann auch vorgesehen sein,
dass eine Klebrigkeit in den zweiten Abschnitten 152 der
Transfereinheit 140 verringert wird, beispielsweise durch se-
lektives Erwdrmen der Transfereinheit 140 oder durch selekti-

ves Bestrahlen der Transfereinheit 140.

Fig. 11 zeigt einen Teill einer Vorrichtung 100 zum Ubertragen
von Halbleiterchips 110 von einem ersten Trdger 120 auf einen
zwelten Tradger 130 gemdB eines weiteren Ausfihrungsbeispiels.
Gezeigt ist ein Querschnitt durch den ersten Triger 120 mit
Halbleiterchips 110 und einen Teilbereich einer ersten
Teiltransfereinheit 141, die aus einem Uber Rollen 145 ge-
fihrten Band 144 besteht. Dargestellt ist ein Teilbereich des
Bands 144, das lber eine Rolle 145 gefihrt ist. Ein Aufnahme-
bereich 146 der ersten Teiltransfereinheit 141 wird am ersten
Trager 120 abgewalzt, wobei durch das Abwdlzen Halbleiter-
chips 110 vom ersten Trdger 120 auf das Band 144 ilbertragen
werden. Dies erfolgt analog zum Ausfihrungsbeispiel der Fig.
6.

Die auf das Band 144 aufgenommenen Halbleiterchips 110 werden
aufgrund der Bewegung des Bandes 144 vom Aufnahmebereich 146
weg transportiert und bewegen sich in Richtung eines nicht

dargestellten Abgabebefeichs 147 analog zu den Figuren 2 oder
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6, oder in Richtung eines Ubergabebereichs 149, der an einer
weiteren Teiltransfereinheit 142 analog zu Fig. 2 abgewalzt
wird, wodurch die Halbleiterchips auf die zweite Teiltrans-

fereinheit 142 gbertragen werden.

Ein Sensor 170 ist oberhalb des ersten Tragers 120 angeordnet
und eingerichtet, eine Qualitidt der Halbleiterchips 110 =zu
ermitteln. Die Qualitat kann beispielsweise eine Wellenlange
der emittierten Strahlung, eine Energieausbeute, eine Be-
triebsspannung, einen Betriebsstrom oder andere technische
Parameter der Halbleiterchips 110 umfassen. Die Qualit&at kann
auch eine Funktionsfi&higkeit oder Unbeéchadigtheit der Halb-
leiterchips 110 sein. In diesem Fall kann der Sensor 170 bei-
spielsweise vorgesehen sein, mechanische Beschadigungen wie
beispielsweise Spriinge oder Abplatzungen der Halbleiterchips
110, die die Glite der Halbleiterchips 110 beeinflussen, zu

detektieren.

Ferner weist die erste Teiltransfereinheit 141 eine Praparie-
rungseinheit 160 auf, die eingerichtet ist, das Band 144 ana-
log zu den bereits beschriebenen Ausfihrungsbeispielen in
erste und zweite Abschnitte 151, 152 zu prédparieren. Der Be-
trieb der Praparierungseinheit 160 erfolgt dabei anhand der
durch den Sensor 170 ermittelten Qualitdt der Halbleiterchips
110. Die Praparierung der Transfereinheit 140 mittels der
Pradparierungseinheit 160 erfolgt also anhand einer Vorauswahl
der zu montierenden Haibleiterchips 110 auf dem ersten Trager
120. Die Vorauswahl kann dazu dienen, Halbleiterchips 110,
die eine geforderte Qualitdt nicht aufweisen, auszusortieren.
Beispielsweise koénnen beschddigte Halbleiterchips 110 oder
Halbleiterchips 110, die nicht in einem gewiinschten Wellen-

lédngenintervall emittieren, aussortiert werden.

Die Qualitat der Halbleiterchips 110 kann auch schon deutlich
friuher im Bearbeitungsprozess, beispielsweise direkt nach der
Produktion der Halbleiterchips 110, auf einem Produktions-
wafer erfolgen. Angaben liber die Qualitat und die Position

der Halbleiterchips 110 werden dann in einem Speicher abge-
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legt und dienen der Vorauswahl der Halbleiterchips 110 und
der Préaparierung der ersten und zweiten Abschnitte 151, 152.
Die im Speicher abgelegten Informationen tber Qualitat und
Position der Halbleiterchips 110 koénnen als Wafermap bezeich-

net werden.

In einem Ausfihrungsbeispiel wird mittels des Sensors 170 ei-
ne rdumliche Orientierung der Halbleiterchips 110 ermittelt.
Dies kann beispielsweise ntitzlich sein, wenn Halbleiterchips
110 in der richtigen Orientierung vom ersten Tradger 120 auf
den zweiten Tr&ager 130 Ubertragen werden sollen und Halb-
leiterchips 110, die nicht richtig herum orientiert sind,
ausgelassen werden sollen. Dadurch kénnen die Halbleiterchips
110 einfach auf dem ersten Trager 120 bereitgestellt werden,
indem sie auf den ersten Tr&dger 120 aufgestreut werden. Der
erste Trdger 120 kann dabei Vertiefungen aufweisen, deren Ab-
stdnde den Abstanden der Halbleiterchips 110 nach dem Monta-

geverfahren entsprechen.

Fig. 12 zeigt einen Querschnitt durch eine Vorrichtung 100
zum Ubertragen von Halbleiterchips 110 von einem ersten Tra-
ger 120 auf einen zweiten Tradger 130, die teilweise der Vor-
richtung 100 der Fig. 6 entspricht. Im Gegensatz zur Fig. 6
ist hier keine Vorratsrolle 153 und keine Aufnahmerolle 154
vorgesehen, sondern das Band 144 ist kontinuierlich iiber die
Rollen 145 gefuhrt. Eine Regenerationseinheit 168 ist einge-
richtet, das Band, nachdem die Halbleiterchips 110 vom ersten
Trager 110 auf den zweiten Trager 120 Ubertragen wurden, wie-
der in den Ursprungszustand zuriickzuversetzen. Dies kann bei-
spielsweise durch eine Entfernung der in den ersten oder
zweiten Abschnitten 151, 152 verbliebenen Oberflidchenladung
mittels Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung oder
mittels elektrischem Kontakt oder mittels Entfernen der Kle-
beschicht oder mittels Erw&drmen oder Bestrahlung erfolgen.
Nachdem das Band die Regenerationseinheit 168 durchlaufen
hat, kann es wiederum mittels der Prdparierungseinheit 160 in

unterschiedliche Abschnitte 151, 152 prapariert werden.
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Die Transfereinheit 140 kann sowohl aus einer Walze 143 oder
aus einem Band 144, das iber Rollen 145 gefihrt ist, aufge-
baut sein. Auch beliebige Kombinationen aus Walzen 143 und
Uber Rollen 145 gefihrten Bandern 144 kénnen vorgesehen sein,
insbesondere wenn die Walzen 143 beziehungsweise die iiber
Rollen 145 gefilhrten Bander 144 die Teiltransfereinheiten
141, 142 bilden. Dabei kann sowohl die erste Teiltransferein-
heit 141 als auch die zweite Teiltransfereinheit 142 Walzen
143, und/oder Bander 144 und Rollen 145 umfassen.

In einem Ausfihrungsbeispiel ist vorgesehen, dass das Verfah-
ren mehrfach ausgefihrt wird, also mittels der Transferein-
heit 140 mehrmals Halbleiterchips 110 von einem ersten Trager
120 auf einen zweiten Trager 130 ibertragen werden. Dabei
kénnen insbesondere beim mehrmaligen Durchlaufen des Verfah-
rens die Halbleiterchips 110 nach der Qualitat ausgewahlt
werden, wobel beim zweiten Durchlauf die Halbleiterchips 110
zusdtzlich danach ausgewdhlt werden, ob an einer Stelle des
.zwelten Tragers 130, an die ein Halbleiterchip 110 aufgrund
des zweiten Durchlauf des Verfahrens ilbertragen werden wiirde,
bereits ein Halbleiterchip 110 aufgrund des ersten Durchlaufs
des Verfahrens vorhanden ist. An eine solche Stelle wird im
zweiten Durchlauf des Verfahrens kein weiterer Halbleiterchip
110 Ubertragen. Im zweiten Durchlauf des Verfahrens konnen
also beispielsweise Licken, die nach dem ersten Durchlaufen
des Verfahrens auf dem zweiten Trager 130 zwischen den Halb-
leiterchips 110 bestehen, aufgefilllt werden. Der erste Durch-
lauf beziehungsweise der zweite Durchlauf des Verfahrens ent-

sprechen dabei dem bisher beschriebenen Verfahren.

Wenn nach dem zweiten oder einem daran anschlieBenden weite-
ren Durchlauf des Verfahrens aufgrund der Vorauswahl weitere
Licken zwischen Halbleiterchips 110 auf dem zweiten Trager
130 auftreten sollten, kénnen die Licken beispielsweise mit
einem konventionellen Pick-and-Place-Verfahren oder mit einem

weiteren Durchlauf des Verfahrens geschlossen werden.
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Fig. 13 zeigt einen Querschnitt durch eine weitere Vorrich-
tung 100 zum Ubertragen von Halbleiterchips 110 von einem
ersten Tr&dger 120 auf einen zweiten Trager 130. In diesem
Ausfihrungsbeispiel umfasst die Transfereinheit 140 zwei ers-
te Teiltransfereinheiten 141 und eine zweite Teiltransferein-

heit 142.

Die ersten Teiltransfereinheiten 141 umfassen wiederum je-
weils eine Walze 143, eine Préaparierungseinheit 160 und eine
Regenerationseinheit 168. Die zweite Teiltransfereinheit 142
umfasst ein Uber Rollen 145 gefihrtes Band 144. Aufnahmebe-
reiche 146 der Walzen 143 der ersten Teiltransfereinheiten
141 werden an jeweils einem ersten Tradger 120 abgewalzt und
nehmen dabei Halbleiterchips 110 auf, analog zu Fig. 2. Uber- .
gabebereiche 149 der Walzen 143 der ersten Teiltransferein-
heiten 141 werden an der zweiten Teiltransfereinheit 142 ab-
gewdlzt, um die Halbleiterchips 110 auf die zweite Teiltrans-
fereinheit 142 zu ubertragen. Anschliefend wird ein Abgabebe-
reich 147 der zweiten Teiltransfereinheit 142 am zweiten Tra-
ger 130 abgewdlzt, wodurch die Halbleiterchips 110, analog zu

Fig. 2, auf den zweiten Trager lbertragen werden.

Die ersten Teilltransfereinheiten 141 sind so angeordnet, dass
die Halbleiterchips 110 Jjeweils auf unterschiedlichen Positi-
onen des Bandes 144 zum Liegen kommen. Diese Anordnung der
ersten Teiltransfereinheiten 141 entspricht vom Ergebnis also
einem mehrmaligen Durchfihren des Ubertragungsverfahrens, bei
dem die Halbleiterchips 110 beim zweiten Durchlauf des Ver-
fahrens in Licken des ersten Durchlaufs des Verfahrens plat-

ziert werden.

Mit der Vorrichtung 100 der Fig. 13 ist es beispielsweise
moglich, rot, grin und blau emittierende Halbleiterchips 110
von unterschiedlichen ersten Trdgern 120 auf den zweiten Tra-
ger 130 zu Ubertragen, sodass diese dort beispielsweise eine

Anzeigevorrichtung mit farbiger Bildausgabe bilden.
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Fig. 14 zeigt einen Querschnitt durch eine Vorrichtung 100
zum Ubertragen von Halbleiterchips 110 vorn einem ersten Tra-
ger 120 auf einen zweiten Trager 130 gemadl einer weliteren
Ausfihrungsform. Die Vorrichtung 100 entspricht dabei im We-

sentlichen der Vorrichtung der Fig. 2.

Auf dem ersten Trager 120 sind auf der den Halbleiterchips
110 gegeniberliegenden Seite erste Markierungen 181 ange-
bracht. Auf der Transfereinheit 140 befinden sich zweite Mar-
kierungen 182. Der zweite Trager 130 weist dritte Markierun-
gen 183 auf. Es ist jeweils ein Markierungssensor 180 vorge-
sehen, der die ersten, zweiten und dritten Markierungen 181,
182, 183 auslesen kann. Die Markierungen 181, 182, 183 kdnn-
ten jeweils auch an anderen Positionen der entsprechenden
Bauteile angebracht sein, ohne die Funktionsweise einzu-

schranken.

Wahrend des Ubertragens der Halbleiterchips 110 vom ersten
Trdger 120 auf den zweiten Trager 130 werden von den Markie-
rungssensoren 180 die ersten Markierungen 181 und die zweiten
Markierungen 182 ausgelesen. Der erste Trdger 120 und die
Transfereinheit 140 werden zueinander anhand der ersten Mar-
kierungen 181 und der zweiten Markierungen 182 ausgerichtet.
Dazu kann beispielsweise der erste Trager 120 relativ zur
Transfereinheit 140 beweglich angeordnet sein und eine mecha-
nische Steuerung den ersten Triger 120 relativ zur Trans- ‘
fereinheit 140 bewegen. Dies kann insbesondere dazu dienen,
auf dem ersten Trager 120 angeordnete Halbleiterchips 110
wahrend des Abwdlzens des Aufnahmebereichs 146 dexr Trans-
fereinheit 140 am ersten Trager 120 an Positionen der ersten

beziehungsweise zweiten Abschnitte 151, 152 auszurichten.

Zus&tzlich kann vorgesehen sein, dass mit dem Markierungs-
sensor 180 die dritte Markierungen 183 des zweiten Tragers
130 ausgelesen werden und der zweite Trdger 130 und die
Transfereinheit 140 zueinander anhand der dritten Markierun-
gen 183 und der zweiten Markierungen 182 ausgerichtet werden.

Der zweite Tr&ager 130 kann dazu relativ zur Transfereinheit



10

15

20

25

30

35

WO 2018/033248 PCT/EP2017/000990

140 bewegbar ausgebildet sein. Dadurch kénnen die Positionen
der Halbleiterchips 110 auf dem zweiten Tr&dger 130 an die Po-
sitionen der Halbleiterchips 110 auf der Transfereinheit 140
angepasst werden, damit die Halbleiterchrips beispielsweise
korrekt auf dem zweiten Trager vorhandene Leiterbahnen aufge-
setzt werden. Ferner ist das Auslesen der dritten Markierun-
gen 183 vorteilhaft, wenn das Verfahren mehrfach durchgefihrt
werden soll, um die im zweiten Durchgang auf den zweiten Tr&a-
ger 130 Ubertragenen Halbleiterchips 110 relativ zu den im
ersten Durchgang auf den zweiten Tr&dger 130 tbertragenen

Halbleiterchips 110 auszurichten.

Als dritte Markierungen 183 kénnen wahlweise bereits auf dem
zweiten Tr&ger 130 vorhandene Strukturierungen dienen, bei-

spielsweise bereits vorhandene elektrische Leiterbahnen. Der
Markierungssensor 180 erkennt dann die Positionen der Struk-
turierungsmerkmale des zweiten Tragers 130, wobei die Struk-

turierungsmerkmale als dritte Markierungen 183 dienen.

Fig. 15 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel fir einen Teilbereich einer Transfereinheit 140
im Bereich des Abgabébereichs 147. Die Transfereinheit 140
umfasst dabei ein tUber Rollen 145 gefihrtes Band 144. In Fig.
15 ist nur ein Teilbereich des Bandes 144 dargestellt. Das
Band 144 ist Uber zwei Rollen 145 gefuhrt. Im Bereich der
Rollen ist das Band 145 gekrummt, zwischen den Rollen 145

verlauft das Band 144 linear.

Der restliche, nicht dargestellte Bereich der Transfereinheit
140 kann, analog zu Fig. 6, einen Aufnahmebereich 146 aufwei-
sen, der an einem nicht dargestellten ersten Trager 120 abge-
wadlzt werden kann, um Halbleiterchips 110 vom ersten Trager

120 auf das Band 144 zu ubertragen.

Alternativ kann das Band 144 einen Ubergabebereich 149 analog
zu Fig. 2 aufweisen, in dem ein weiteres, nicht dargestelltes
Band oder eine nicht dargestellte Walze am Band 144 abgewdlzt

werden kann, um die Halbleiterchips 110 von dem weiteren Band
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oder der Walze auf das Band 144 zu ibertragen. Das iber die
Rollen 145 gefiihrte Band 144, dessen Teilbereich in Fig. 15
dargestellt ist, ist in diesem Fall Bestandteil einer zweiten
Teiltransfereinheit 142, die Teil der Transfereinheit 140
ist. Das weitere Band oder die Walze sind dann Bestandteil

einer ersten Teiltransfereinheit 141 der Transfereinheit 140.

Auf dem Band 144 sind Halbleiterchips 110 angeordnet. Paral-
lel zum Band 144 ist zwischen den Rollen 145 ein zweiter Tra-
ger 130 angeordnet, auf den die Halbleiterchips 110 lbertra-

gen werden sollen.

Der Abgabebereich 147 des Bandes 144 wird zwischén den zwei
Rollen 145 am zweiten Tr&dger 130 abgewdlzt. Dazu wird das
Band 144 zwischen den Rollen 145 parallel zum zweiten Trager
130 gefihrt. Der zweite Trdger 130 bewegt sich dabei in late-
rale Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Band
144 . Die Bewegungsrichtung ist in Fig. 15 mittels Pfeilen
dargestellt.

Das Band 144 ist transparent fur einen Teilbereich des elekt-
romagnetischen Spektrums, beispielsweise filir sichtbares
Licht, Infrarotstrahlung, ultraviolette Strahlung und/oder
Rontgenstrahlung. Ein optischer Sensor 184 ist oberhalb des
Bands 144 angeordnet und arbeitet in dem Teilbereich des
elektromagnetischen Spektrums, fir den das Band 144 transpa-
rent ist. Zusatzlich kann der optische Sensor 184 eine Strah-
lungsquelle fir elektromagnetische Strahlung des Teilbereichs
des elektromagnetischen Spektrums, fir den das Band 144

transparent ist, aufweisen.

Mittels des optischen Sensors kénnen die Positionen der Halb-
leiterchips 110 auf dem Band 144 relativ zum zweiten Trager
130 ermittelt werden. Dadurch kann vor oder wahrend dem Ab-
walzen des Abgabebereichs 147 am zweiten Tradger 130 Uberprift
werden, ob die Halbleiterchips 110 auf Sollpositionen auf dem
zweiten Tr&ger 130 Ubertragen werden. Sollte die Position von

Band 144 und zweitem Tr&dger 130 relativ zueinander nicht zu
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einer Ubertragung der Halbleiterchips 110 auf die Sollpositi-
onen auf dem zweiten Tradger 130 fihren, kann zunidchst die Re-
lativposition von Band 144 und zweitem Trager 130 derart ver-
andert werden, dass durch das Abwidlzen des Abgabebereichs 147
am zweiten Tréger 130 die Halbleiterchips 110 auf die Sollpo-

sitionen auf dem zweiten Trdger 130 iibertragen werden.

Um die Relativposition von Band 144 und zweitem Trager zu er-
kennen, kann es vorgesehen sein, dass Markierungen analog zu
den Markierungen 181, 182, 183 der Fig. 14 auf dem Band 144
und/oder dem zweiten Triger 130 angeordnet sind, die vom op-
tischen Sensor 184 erkannt werden kénnen. Auberdem kann es
vorgesehen sein, dass die Halbleiterchips 110 nicht transpa-
rent fir den Teilbereich des elektromagnetischen Spektrums,
fur den das Band 144 transparent ist, sind. Als optischer
Sensor kann beispielsweise eine Kamera verwendet werden. Ein
Bild der Kamera kann mittels Bildbearbeitung dahingehend aus-
gewertet werden, ob die Halbleiterchips 110 oberhalb von Lei-
terbahnen auf dem zweiten Trager angeordnet 130 sind. Wenn
dies der Fall ist, wird das Abwdlzen durchgefihrt, ansonsten
werden Band 144 und zweiter Tr&dger 130 relativ zueinander be-

wegt.

Sollte die Transfereinheit anstelle des Bands 144 eine Walze
143 umfassen, wie beispielsweise in Fig. 1 gezeigt, ist es
moglich, die Walze 143 transparent fiir einen Teilbereich des
elektromagnetischen Spektrums auszugestalten und den opti-
schen Sensor 184 im Inneren der Walze 143 anzuordnen. Dann
kdnnen die Walze 143 und der zweite Trager 130 gegebenenfalls
relativ zueinander bewegt werden, um eine Ubertragung der
Halbleiterchips 110 auf Sollpositionen auf dem zweiten Trager

130 zu erzielen.

In einem Ausfihrungsbeispiel wird die Transfereinheit 140

wahrend der Ausfuhrung des Verfahrens gestoppt. Wahrend des
Stopps der Transfereinheit 140 wird der erste Trager 120 in
seiner Position ver&dndert oder durch einen weiteren ersten

Trager 120 ersetzt. Dies kann dazu dienen, weitere Halb-
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leiterchips 110 auf einem weiteren ersten Trdger 120 zur Ver-

figung zu stellen.

Aufierdem koénnen dadurch auf dem ersten Trdger 120 vorliegende
Halbleiterchips 110 mit einem geringeren Abstand angeordnet
sein, als der Abstand der Halbleiterchips 110 auf dem zweiten
Trager 130 betragen soll. Beispielsweilse kann es vorgesehen
sein, dass der Abstand der Halbleiterchips 110 auf dem zwei-
ten Trager 130 das Doppelte des Abstands der Halbleiterchips
110 auf dem ersten Trager 120 betragen soll. Zunidchst wird
dann jeder zweite Halbleiterchip 110 vom ersten Trager 120
abgenommen und auf den zweiten Trager 130 Ubertragen. Nach
dem Stopp der Transfereinheit 140 kann der erste TrégerwlZO
dann so bewegt werden, dass nachfolgend die auf dem ersten
Trager 120 verbliebenen Halbleiterchips 110 abgenommen und
auf dem zweiten Trdger 130 montiert werden. Der erste Trager
120 wird dazu um die Halfte des Abstands zwischen zwei Halb-
leiterchips 110 auf dem zweiten Trdger 130 bewegt. Es koénhnen
auch andere vielfache und Abstande beriicksichtigt werden.
Ebenso ist es denkbar, dass Abstande der Halbleiterchips 110
in zwei Dimensionen berlcksichtigt werden, also beispielswei-
se jeder zehnte Halbleiterchip 110 einer Zeile und jede achte
Zeile, womit pro Stopp ein achtzigstel der Halbleiterchips
110 des ersten Tragers 120 Ubertragen werden. Durch eine ras-
terformige Bewegung kann mithilfe von achtzig Stopps der ge-
samte Bereich des ersten Trdgers 120 Ubertragen werden. Diese
Vorgehensweise, kann zusdtzlich oder alternativ zu der anhand
der Figuren 3 und 4 beschriebenen Prdparierung der ersten Ab-
schnitte 151 und der zweiten Abschnitte 152 der Transferein-

heit 140 gewahlt werden.

Ferner ist es moglich, Halbleiterchips 110 nur aus einem ers-— -
ten Teilbereich des ersten Tr&dgers 120 mittels Transferein-
heit 140 aufzunehmen und anschlieBend zu einem zweiten Teil-
bereich des ersten Tragers 120 zu wechseln, um Halbleiter-

chips 110 aus dem zweiten Teilbereich aufzunehmen.
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In einem Ausfihrungsbeispiel wird die Transfereinheit 140
nach dem Stopp zumindest teilweise ruckwdrts bewegt. Dies
kann beispielsweise bei der in Fig. 2 gezeigten Ausfilhrungs-
form der Vorrichtung 100 dazu genutzt werden, Halbleiterchips
110 mittels der ersten Teiltransfereinheit 141 vom ersten
Trédger 120 abzunehmen und auf die zweite Teiltransfereinheit
142, also das Band 144, zu ubertragen. Anschliefend wird die
zweite Teilltransfereinheit 142, also das Band 144 rickwdrts
bewegt. Darauffolgend kénnen vom selben oder von einem weite-
ren ersten Trager 120 weitere Halbleiterchips 110 mittels der
ersten Teiltransfereinheit 141 aufgenommen werden und in Lii-
cken zwischen die bereits auf der zweiten Teiltransfereinheit
142 vorhandenen Halbleiterchips 110 platziert werden. Nach
optionalen weiteren Stopps und Rickldufen der zweiten
Teiltransfereinheit 142 werden dann samtliche Halbleiterchips
110, die sich auf der zweiten Teiltransfereinheit 142, also
dem Band 144, befinden, auf den zweiten Trager 130 ibertra-

gen, indem das Band 144 am zweiten Trager 130 abgewalzt wird.

Fig. 16 zeigt eine Draufsicht auf einen Teilbereich eines
Bands 144 einer Transfereinheit 140. Erste Abschnitte 151 und
zweite Abschnitte 152 in einer Matrixanordnung mit Reihen 155
und Zeilen 156, 157, 158 sind durch eines der beschriebenen
Verfahren auf dem Band 144 prédpariert worden, beispielsweise
auf Grundlage einer anhand einer Chipqualitat erfolgten Vor-
auswahl. Durch eines der bereits beschriebenen Verfahren sind
Halbleiterchips 110 auf die ersten Abschnitte 151 des Bandes
144 lbertragen worden. Auf die zweiten Abschnitte 152 des
Bands wurden keine Halbleiterchips 110 ibertragen. Die Halb-
leiterchips 110 sind dazu vorgesehen, durch Abwidlzen des

Bands 144 auf einen zweiten Trager 130 Ubertragen zu werden.

Die Reihen 155 weisen in diesem Beispiel untereinander je-
weills einen Abstand auf, der bereits dem Abstand entspricht,
den die Halbleiterchips 110 nach ihrer Ubertragung auf den
zwelten Trdger 130 aufweisen sollen. Die Abstdnde zwischen
den Halbleiterchips 110 innerhalb der Reihen 155, also die

Abstéande zwischen den Zeilen 156, 157, 158, sind in diesem
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Beispiel dagegen geringer als die Abstande, die die Halb-
leiterchips 110 nach der Ubertragung auf den zweiten Trager
130 aufweisen sollen. Die Abstande zwischen den Zeilen 156,
157, 158 von Halbleiterchips 110 sollen also beim Ubertragen

auf den zweiten Trager 130 vergroBert werden.

Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Halbleiterchips
110 zeilenweise Ubertragen werden. Nach dem Ubertragen einer
ersten Zeile 156 der Halbleiterchips 110 vom Band 144 auf
Sollpositionen der Halbleiterchips 110 auf dem zweiten Trdger
130 werden das Band 144 und der zweite Tridger 130 relativ zu-
einander bewegt und so neu justiert, dass anschliefend Halb-
leiterchips 110 einer zweiten Zeile 157 auf Sollpositionen
auf dem zweiten Trager 130 Ubertragen werden koénnen. Nun wird
wiederum der Abgabebereich 147 des Bands 144 am zweiten Tra-
ger 130 abgewalzt und dadurch die zweite Zeile 157 von Halb-
leiterchips 110 auf den zweiten Trager 130 Ubertragen. Ent-
sprechend wird nach dem Ubertragen jeder Zeile 156, 157, 158
verfahren. Um die Justierung vorzunehmen, kann eines der an-
hand der Figuren 14 und 15 beschriebenen Verfahren verwendet

werden.

Innerhalb der Reihen 155 und Zeilen 156, 157, 158 befinden
sich zweite Abschnitte 152 ohne Halbleiterchips 110, also Li-
cken. Wenn die Zeilen 156, 157, 158 durch Abwdlzen des Abgab-
ebereichs 147 des Bands 144 am zweiten Trager 130 ibertragen
werden, werden die Liucken zwischen den Halbleiterchips 110
mitibertragen. Es kann vorgesehen sein, die Liucken auf dem
zweiten Trédger 130 durch einen weiteren Durchlauf eines der
beschriebenen Verfahren oder durch ein Pick-and-Place-

Verfahren zu schliefen.

Alternativ dazu kann das im Folgenden beschriebene Verfahren
verwendet werden, um die Halbleiterchip 110 ohne Liicken wvom
Band 144 auf den zweiten Tradger 130 zu Ubertragen. Das Band
144 und der zweite Trager 130 werden relativ zueinander sc
ausgerichtet, dass die Halbleiterchips 110 der ersten Zeile

156 beim Abwédlzen des Abgabebereichs 147 des Bands 144 am
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zweiten Tradger 130 auf Sollpositionen auf dem zweiten Trager
130 uUbertragen werden. Da die erste Zeile 156 einen Halb-
leiterchip 110 in jeder Reihe 155 enth&dlt, entsteht dabei
keine Liicke zwischen den Halbleiterchips 110 auf dem zweiten
Trager 130. Danach werden das Band 144 und der zweite Trager
neu positionier und der Abgabebereich 147 des Bands 144 am
zweiten Trédger 130 abgewalzt, um die Halbleiterchips 110 der
zwelten Zeile 157 vom Band 144 auf den zweiten Trager 130 zu
Ubertragen. Da die zweite Zeile 157 auf dem Band 144 eine Li-
cke aufweist, entsteht dabei auch eine Licke in der zweiten

Zeile auf dem zweiten Trager 130.

Nun werden das Band 144 und der zweite Trager 130 derart zu-
einander relativ bewegt, dass ein Halbleiterchip 110 der
dritten Zeile 158 des Bands Uber der Liicke positioniert wird.
AnschliefBend wird der Uber der Liicke positionierte Halb-
leiterchip 110 mittels eines Stempels vom Band 144 auf den
zwelten Trager 130 Ubertragen und somit die entstandene Licke
zwischen den Halbleiterchips 110 auf dem zweiten Trager 130
aufgefillt. Dafir entsteht eine Licke in der dritten Zeile

158 des Bands 144.

AnschlieBend werden Band 144 und zweiter Trager 130 derart
relativ zueinander bewegt, dass die dritte Zeile 158 auf
Sollpositionen einer dritten Zeile des zweiten Tr&gers 130
Ubertragen werden kann. Wiederum wird ein Liicke lbertragen,
die nachfolgend, analog zum beschriebenen Verfahren, mit ei-
nem Halbleiterchip 110 aus einer vierten Zeile des Bands 144

geschlossen werden kann.

Die in den Figuren dargestellten Elemente der Transfereinheit
140 kdénnen auch miteinander kombiniert werden. Beispielsweise
konnte eine Transfereinheit 140 eine Prapafierungseinheit 160
wie in Fig. 6 oder 10 gezeigt, einen Qualitadtssensor 170, wie
in Fig. 11 gezeigt, mehrere Teiltransfereinheiten 141, 142
wie in Fig. 13 gezeigt und sowohl die Trager 120, 130 als
auch die Transfereinheit 140 Markierungen 181, 182, 183 wie

in Fig. 14 gezeigt, aufweisen.
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Ferner koénnen die in den Figuren dargestellten Positionen der
Elemente zueinander, insbesondere-des ersten Tragers 120, des
zweiten Tragers 130, der Transfereinheit 140, der ersten
Teiltransfereinheit 141 und der zweiten Teiltransfereinheit
142 verandert und die Elemente anders zueinander angeordnet

werden.

Es kann vorgesehen sein, dass die Haftkraft der Halbleiter-
chips 110 am ersten Trager 120 geringer ist als an der Trans-
fereinheit 140. Zus&tzlich haften die Halbleiterchips 110
besser am zweiten Tradger 130 als an der Transfereinheit 140.
Wenn die Transfereinheit 140 aus Teiltransfereinheiten 141,
142 aufgebaut ist, wird die Haftung mit jeder durchlaufenen
Teiltransfereinheit 141, 142 gréBer. Ferner kann es vorgese-
hen sein, dass wahrend des Abwalzens des Aufnahmebereichs 146
und/oder des Abgabebereichs 147 am ersten Tridger 120 und/oder
zweiten Trager 130 die Haftung der Halbleiterchips 110 am
Trdger 120, 130 oder an der Transfereinheit 140 durch Verin-
derung der Temperatur, Aufbringen oder Entfernen einer Ladung
oder Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung ver&éndert
und dadurch der Transfer der Halbleiterchips 110 erleichfért

wird.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele nadher illustriert und beschrieben wurde, ist
die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele einge-
schréankt und andere Variationen kénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.



10

15

20

25

30

35

BEZUGSZEICHENLISTE

PCT/EP2017/000990

Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips

Vorrichtung zur Aufbringung einer Oberfliachenladung

Vorrichtung zum selektiven Entfernen einer Oberfla-

WO 2018/033248
57
100
110 Halbleiterchip
120 erster Trager
130 zweilter Trager
140 Transfereinheit
141 erste Teiltransfereinheit
142 zweite Teiltransfereinheit
143 Walze '
144 Band
145" Rolle
146 Aufnahmebereich
147 Abgabebereich
148 Mantelfl&che
149 Ubergabebereich
151 erster Abschnitt
152 zweiter Abschnitt
153 Vorratsrolle
154 Aufnahmerolle
155 .Reihe
156 erste Zeile
157 zweite Zeile
158 dritte Zeile _
160 Praparierungseinheit
16l
162
chenladung
163 Praparierungseinheit
164 Stempel
165 Dbewegliche Dlse
166 Entfernungseinheit
167 Laserstrahl
168 Regenerationseinheit
170 Sensor
180 Markierungssensor
181 erste Markierung
182 =zweite Markierung
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184 optischer Sensor
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Verfahren zum Montieren von Halbleiterchips (110) mit den

folgenden Schritten:

- Ubertragen der Halbleiterchips (110) von einem ersten
Trager (120) auf eine Transfereinheit (140), wobei
die Transfereinheit (140) einen Aufnahmebereich (146)
aufweist, wobei das Ubertragen der Halbleiterchips
(110) vom ersten Trager (120) auf die Transfereinheit
(140) durch ein Abw&alzen des Aufnahmebereichs (146)
der Transfereinheit (140) an dem ersten Trager (120)
erfolgt;

- Transportieren der von der Transfereinheit (140) auf-
genommenen Halbleiterchips (110) vom Aufnahmebereich
(146) zu einem Abgabebereich (147);

- Ubertragen der Halbleiterchips (110) von der Trans-
fereinheit (140) auf den zweiten Triger (130), wobei
das Ubertragen der Halbleiterchips (110) von der
Transfereinheit (140) auf den zweiten Trager (130)
durch ein Abwalzen des Abgabebereichs (147) der
Transfereinheit (140) an dem zweiten Trager (130) er-

folgt.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Transfereinheit
(140) eine erste Teiltransfereinheit (141) und eine zwei-
te Teiltransfereinheit (142) aufweist, wobei der Aufnah-
mebereich (146) auf der ersten Teiltransfereinheit (141)
ausgebildet ist, und wobei der Abgabebereich (147) auf
der zweiten Teiltransfereinheit (142) ausgebildet ist,
wobel das Verfahren den zus&tzlichen Schritt umfasst:

- Ubertragen der Halbleiterchips (110) von der ersten
Teiltransfereinheit (141) auf die zweite Teiltrans-
fereinheit (142), wobei das Ubertragen durch ein Ab-
walzen der ersten Teiltransfereinheit (141) an der

zweiten Teiltransfereinheit (142) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Halbleiterchips

(110) beim Ubertragen von der ersten Teiltransfereinheit
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(141) auf die zweite Teiltransfereinheit (142) gewendet

werden.

Verfahren nacﬁ einem der Anspriche 1 bis 3, wobei erste
Abschnitte (151) und zwelite Abschnitte (152) der Trans-
fereinheit (140) unterschiedlich prapariert werden, wobei
die Halbleiterchips (110} nur auf die ersten Abschnitte

(151) der Transfereinheit (140) Ubertragen werden.

Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Prédparieren der Ab-

schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgende

Schritte umfasst: ’

- Aufbringen einexr Oberfldchenladung auf die Trans-
fereinheit (140);

- Entfernen der Oberfldchenladung durch Bestrahlen mit
elektromagnetischer Strahlung in den ersten Abschnit-

ten (151) oder in den zweliten Abschnitten (152).

Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Praparieren der Ab-

schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgende

Schritte umfasst:

- Aufbringen einer Klebeschicht auf die Transfereinheit
(140); |

- Andern der Klebrigkeit der Klebeschicht in den ersten
Abschnitten (151) oder in den zweiten Abschnitten
(152) durch Bestrahlen mit elektromagnetischer Strah-
lung.

Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Praparieren der Ab-
schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgenden
Schritt umfasst:

- Andern einer Dicke einer Materialschicht der Trans-
fereinheit (140) durch Bestrahlen der ersten Ab-
schnitte (151) oder der zweiten Abschnitte (152) der
Transfereinheit (140} mit elektromagnetischer Strah-

lung.
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10.

11.

12.

13.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7, wobeil das Be-
strahlen der ersten Abschnitte (151) beziehungsweise der
zweiten Abschnitte (152) sequentiell nacheinander er-

folgt.

Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Bestrahlen mittels

eines Lasers erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7, wobei mehrere
erste Abschnitte (151) beziehungsweise zweite Abschnitte

(152) gleichzeitig bestrahlt werden.

Verfahren nach Anspruch 4, wobei eine Oberflache der
Transfereinheit (140) in den ersten Abschnitten (151) be-
ziehungsweise zweiten Abschnitten (152) derart verschoben
wird, dass die ersten Abschnitte (151) im Aufnahmebereich
(146) bezliglich der zweiten Abschnitte (152) erhaben

sind.

Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Pradparieren der Ab-

schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgenden

Schritt umfasst:

- Verdndern einer Dicke einer Materialschicht der
Transfereinheit (140) durdh eine mechanische Einwir-
kung in den ersten Abschnitten (151) beziehungsweise

den zweiten Abschnitten (152).

Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Praparieren der Ab-
schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgenden
Schritt umfasst:

— Mechanisches Einwirken auf die Transfereinheit (140),
wodurch die ersten Abschnitte (151) der Transferein-
heit (140), bezogen auf die Normale des Aufnahmebe-
reichs (146), eine von den zweiten Abschnitten (152)
der Transfereinheit (140) unterschiedliche Position

aufweisen.
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14.

15.

16.

17.

18.

Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Praparieren der Ab-

schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgende

Schritte umfasst:

- Aufbringen einer Klebeschicht auf die Transfereinheit

O (140);

- Andern der Klebrigkeit der Klebeschicht durch Erwar-
men der ersten Abschnitte (151) beziehungsweise zwei-

ten Abschnitte (152) der Transfereinheit (140).

Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Prédparieren der Ab-

schnitte (151, 152) der Transfereinheit (140) folgenden

Schritt umfasst: '

- Aufbringen einer Klebeschicht in den ersten Abschnit-
ten (151) der Transfereinheit (140) mittels einer Di-

Se.

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 15, mit den fol-
genden zusadtzlichen Schritten:
- Vorauswédhlen der zu montierenden Halbleiterchips
(110) auf dem ersten Trager (120);
- Prdparieren der ersten Abschnitte (151) und zweiten
Abschnitte (152) der Transfereinheit (140) anhand der

Vorauswahl der zu montierenden Halbleiterchips (110).

Verfahren nach Anspruch 16, mit den folgenden zusatzli-

chen Schritten:

- Ermitteln einer Qualitédt der Halbleiterchips (110)
mittels eines Sensors;

— Vorauswadhlen der Halbleiterchips (110) anhand der er-

mittelten Qualitat.

Verfahren nach einem der Anspriche 4 bis 17 mit den fol-

genden zusa&tzlichen Schritten:

- Erfassen einer rdumlichen Orientierung der Halb-
leiterchips (110) mittels eines weiteren Sensors;

— Prdparieren der ersten Abschnitte (151) und zweiten

Abschnitte (152) der Transfereinheit (140) anhand der
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

ermittelten rdumlichen Orientierung der Halbleiter-

chips (110).

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 18, wobei das

Verfahfen mehrmals hintereinander ausgefiihrt wird.

Verfahren nach Anspruch 19, wobei bei einer zweiten Aus-
fihrung des Verfahrens Licken zwischen bereits vorhande-
nen Halbleiterchips (110) auf dem zweiten Trager (130)
aufgefillt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 oder 20, wobei bei
der zweiten Ausfihrung des Verfahrens Halbleiterchips
(110) von weiteren ersten Tradgern (120) auf den zweiten

Trager (130) uUbertragen werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 21, wobei die
Transfereinheit (140) nach dem Montieren der Halbleiter-

chips (110) regeneriert wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 22 mit den fol-

genden Schritten:

- Erkennen einer ersten Markierung (181l) auf dem ersten
Trager (120);

- Erkennen einer zweiten Markierung (182) auf der
Transfereinheit (140);

- Ausrichten des ersten Tragers (120) und der Trans-
fereinheit (140) zueinander anhand der ersten Markie-

rung (181) und der zweiten Markierung (182).

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 23 mit den fol-

genden Schritten:

- Erkennen einer dritten Markierung (183) auf dem zwei-
ten Trager (130); I

— Ausrichten des zweiten Tragers (130) und der Trans-—
fereinheit (140) zueinander anhand der dritten Mar-

kierung (183).
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 24, mit den zu-
sdtzlichen Schritten:

- Stoppen der Transfereinheit (140);

- Ersetzen des ersten Tr&gers (120) durch einen weite-

ren ersten Trager (120).

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 25, mit den zu-
sdtzlichen Schritten:
- Stoppen der Transfereinheit (140);

- Verschieben des ersten Tragers (120).

Verfahren nach einem der Anspriiche 25 oder 26, wobei die
Transfereinheit (140) nach dem Stoppen zumindest teilwei-

se ruckwdrts bewegt wird.

Vorrichtung zum Ubertragen von Halbleiterchips (110),
aufweisend eine Transfereinheit (140), wobei die Trans-
fereinheit (140) einen Aufnahmebereich (146) und einen
Abgabebereich (147) aufweist, wobei die Transfereinheit
(140) eingerichtet ist, auf einem Trager (120, 130) abge-
wdlzt zu werden um Halbleiterchips (110) aufzunehmen und

abzugeben.

Vorrichtung nach Anspruch 28, wobei die Transfereinheit
(140) eine zylindrische Walze (143) aufweist, wobei der
Aufnahmebereich (146) und der Abgabebereich (147) auf der
Mantelfldche (148) der Walze (143) angeordnet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 28, wobei die Transfereinheit
(140) ein iUber mehrere Rollen gefilhrtes Band (144) auf-
weist, wobei der Aufnahmebereich (146) und der Abgabebe-

reich (147) auf dem Band (144) angeordnet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 28, wobei die Transfereinheit
(140) zwei Teiltransfereinheiten (141, 142) aufweist, wo-
bei die Teiltransfereinheiten (141, 142) eine zylindri-
sche Walze (143) und/oder ein tliber mehrere Rollen (145)

gefihrtes Band (144) aufweisen.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 28 bis 31, zusatz-
lich aufweisend eine Praparierungseinheit (160), wobei
die Praparierungseinheit (160) eingerichtet ist, eine

Oberflache der Transfereinheit (140) zu strukturieren.

Vorrichtung nach Anspruch 32, wobeil die Préaparierungsein-
heit (160) eine Vorrichtung (161) zum Aufbringen einer
Oberflachenladung aufweist, und wobei die Prédparierungs-
einheit (160) eine Vorrichtung zum selektiven Entfernen

der Oberflachenladung aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 32, wobei die Prédparierungsein-
heit (160) eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Klebe-
schicht aufweist, wobei die Praparierungseinhéit (160)
eine Vorrichtung zum selektiven Verdndern der Klebrigkeit

der Klebeschicht aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 32 bis 34, wobei die
Praparierungseinheit (160) eine Strahlungsquelle und eine
Optik zum selektiven Bestrahlen der Transfereinheit (140)

aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 32, wobei die Pr&dparierungsein-
heit (160) eine Diuse (165) zum Aufbringen von Klebstoff

aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 32, wobei die Praparierungsein-
heit (160) eine Vorrichtung zum rdumlichen Verschieben

einer Oberfldche der Transfereinheit (140) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 37, wobeil die Vorrichtung zum
raumlichen Verschieben der Oberflache einen Piezo-
Kristall und/oder einen hydraulischen Stempel und/oder
einen pneumatischen Stempel und/oder einen elektrischen
Stempel und/oder einen elektromagnetischen Stempel auf-

welst.
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39.

40.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 28 bis 38, zusatz-
lich aufweisend einen Sensor (170), wobei der Sensor

(170) eingerichtet ist, eine Qualitdt von Halbleiterchips
(110) zu ermitteln.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 28 bis 39, zusatz-
lich aufweisend eine weitere Transfereinheit (140), wobei
die weitere Transfereinheit (140) einen weiteren Aufnah-
mebereich (146) und einen weiteren Abgabebereich (147)
aufwgist, wobei die weitere Transfereinheit (140) einge-
richtet ist, auf einem Trager (120, 130) abgewalzt zu
werden und dabei Halbleiterchips (110) aufzunehmen und

abzugeben.
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